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SOMMAIRE TOME ZENER

FAMILLE PUISSANCE CODIFICATION TYPES BOITIERS
DIODES ZENER 250 mW 2/9/01/01.71 1N 34964 1 N 3500 DO7
COMPENSEES EN TEMPERATURE 1N821a1N829
1IN821A31NB29A
400 mW 2/9/03/01.71 1N31544 1N 3157 DO 7
1IN3154 A31N3157 A
500 mwW 2/9/04/01.71 IN939-IN935 A -IN939 ADO 7
IN935B4IN939B
500 mW 2/9/05/01.71 IN 941 & IN 944 DO 7
IN94TAZIN944 A
IN941BaIN94A4 B
600/1500 mW 2/9/06/01.71 1N1737A31N1738A A29
T1N4OSOAZT1NAO6S A A78
DIODES ZENER 250 mW 2/10/01/01.71 1N 40994 1N4135 DO 7
FAIBLE BRUIT
DIODES DE REFERENCE INTENSITE 6/0/01/01.71 MD14iMD 4 DO 7
DIRECTE 100 mA
30 - 50 mA 6/0/02/02.71 ME 1,56 - ME 2 DO 7
DIODES ZENER 250 mW 2/0/05/01.71 MZ4A3AMZ188B DO 7
250 mW 2/0/04/01.71 1N708 A31N745A DO 7
400 mw 2/0/18/12.71 BZX96C2V74aC33 DO 7
400 mW 2/0/02/01.71 1N752A31N759 A DO 7
400 mW 2/0/01/01.71 1N957Ba1N992B DO 7
1w 2/0/07/01.71 1N4158Ba1N4193B DO 29
1w 2/0/20/12.73 PL3V3Z3iPL2002Z F 126
1w 2/0/15/01.71 ZF5AR3ZF18B DO 13
1w 2/0/14/01.71 IN 3016 B a IN 3051 B .DO 13
3w 2/0/19/08.72 BZV16C6V8a DO 13
BzV 16 C 100
aw 2/0/11/01.71 4GZ10A4GZ18B DO 4
now 2/0/09/01.71 IN 297084 IN 3015 8 DO 4
0w 2/0/10/01.71 GZ6A3AGZ18B DO 4
PZ6A3PZ18B S95a
20W 2/0/13/01.71 RZ6A3aRZ18B DO5
50 W 2/0/12/01.71 1N3305Ba1N3350B DOS
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et

TYPES

1N 3496 a 1N 3500
1N 821 a 1N 829
~ 1IN821 A2 IN829 A
6,2 V avec tolérance + 5%
2 gammes de températures de compensation :
0a+ 75°C
—55a+ 100°C

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion

Mode de refroidissement : par convection (mode A)
Boftier : moulage ; DO7 - normalisation CCTU : F 2
Masse : 0,2 g

Marquage : n° du type, anneau blanc cdté cathode

VALEURS LIMITES

Températures de stockage —b5a+150°C
Températures ambiantes maxi-
males de fonctiohnement —~bba+ 160°C

Température maximale de jonc-
tion virtuelle en fonctionnement :
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale}
avec longueur de chaque con-
nexion = 25 mm

Puissance maximale (a

tamb = 25 OC.)

Courant inverse maximal en
régime permanent

tamp = 25 °C)

Pour une température différente cf figure 1

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
atgmp-25C

VzT min:59V

1N 3496 a 1N 3500

1N 821 a 1N 829 Rzt max : 15 Q pour Iz7 =75 mA
IN821AAIN829A: Rzymax:108& pourlzy =75mA
AV max. mesuré a Iz T est la variation maximale de la tension
VzT pour la variation maximale de la température AT prévue
pour la catégorie, ainsi que pour une variation de température
quelcongue située a l'intérieur de l'intervalle AT.

tivJyy =+ 150°C

Rth = 400 OC/W

P =250 mW *

|ZM = 38 mA

— Vz7 max:65Vpourlzr =75 mA

La mesure de Vz s'effectue aux températures extrémes de la
gamme de température ainsi qu'a 25 °C.

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d’un contrdle qualité avec NP et NQA spécifiés.
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75 mA ° TATVzZT
TYPES +0,1 mA AT (C) valeur typique
pour AT (mV) 475mA
+0,1mA
1N 3496 23 0+75 5
1N 3497 9 0+75 2
1N 3498 5 0+ 75 1
1N 3500 46 0+75 10
1N821 - INB21A 96 - 55+ 100 10
1N823 - IN823A 48 — b5+ 100 5
1N825- 1N825A 10 — 55+ 100 2
1N827 - IN827A 9 —B5+ 100 1
1N829 - 1N829A 4 — 55+ 100 05
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 TYPES - BOITIER DO 7
TIN3154 a 1N 3167

IN3164 A a 1IN3157 A o005 [ )
39 -9 ) .
8,4 V avec tolérance = 5% [J 3
2 gammes de température de compensation : J; F :E?
—553+ 100°C éi
[ [+
55 4 + 150 °C wmn L |
DONNEES GENERALES : I 1
Nature du semi conducteur : Silicium i
Technologie : double diffusion °|5
Mode de refroidissement : par convection (mode A} O 2,7 maxi | =
Boftier : DO7 - normalisation CCTU : F 2 0216 mini §
<
Masse : 0,2 g 2
Marquage : n°® du type, anneau blanc coté cathode
VALEURS LIMITES : —
Températures de stockage : —bba+175°C 00,500
Températures ambiantes maxi- ! 2
males de fonctionnement : —55a+175°C A= E
Température maximale de jonc- ] ( 8
tion virtuelle en fonctionnement: tyyy) =+ 175°C
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale) ¢ Rgp = 300°C/W
avec longueur de chaque con-
nexion = 25 mm
Puissance maximale (3
tamp = 50 °C) : P=400mW*
Courant inverse maximal en
régime permanent (3
tamb=25°c) : IZM =45 mA
* Pour une température différente cf figure 1
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : AV
0 AV max 2 V-2 Y2ZT
10 mA AT (°C) .
TYPES {valeur typique)
Vzrmin:8V Vzy max88V pourlzT =10 mA 0,1 mA a2 10 mA
Rzt max 15 Q pour Iz = 10 mA pour AT (mV) 0,1 mA
AV max mesuré a iz est la variation maximale de la tension 1N 3154 130 — 55+ 100 10
VzT pour la variation maximale de la température AT prévue 1N 3155 65 — 55+ 100 5
pour la catégorie, ainsi que pour une variation de température
quelconque située a I'intérieur de I'intervalle AT. 1N 3156 26 — 955+ 100 2
L deV ‘effectue aux t ératures extrémes de la IN 315/ 138 — 55+ 100 !
a mesure de VzT s'e ue aux température; 1N 3154 A 172 — 55+ 150 10
érature ainsi qu'a 25 °C.
gamme de température ainsi qu IN 3165 A 86 — 55+ 150 5
La conformité des valeurs limites des caractéristiques électri- 1N 3156 A 34 - b5+ 150 2
ques fait I'objet d'un contrdle qualité avec NP et NQA spéci- 1N 3157 A 17 — 55+ 150 1
figs.
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a IN939—IN 935 A a IN939 A
IN935B & IN939B
9 V avec tolérance £+ 5 %

IN 935

3 gammes de température
de compensation :

—554a+ 150 °C

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion

Mode de refroidissement : par convection {mode A}
Boitier : DO 7 - normalisation CCTU : F 2

Masse : 0,2 g

Marquage : n°® du type anneau blanc cote cathode

VALEURS LIMITES :
Températures de stockage —bba+175°C

Températures ambiantes maxi-
males de fonctionnement
Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment :
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale}
“avec longueur de chaque

—-bba+175°C

tivyy=+175 °C

Rip = 260 °C/W

O 2,7 maxi

G216 mini

connexion = 15 mm
Puissance maximale AV _AVgzy
8 tamp = 25 °C* P = 500 mW 37,5 mA AT R v
Courant inverse maximal en TYPES £0.1mA °c) (valeur typique)
régime permanent a pour AT (mV) a75mA
tamb=25 OC IZM = b0 mA ’ i0,1 mA
* Pour une température différente cf figure 1 IN 935 67 0+ 75 10
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : 1N 936 33 0+ 75 5
at =250c 1N937 13 O+ 75 2
amb 1N 938 6 0+ 75 1
} 1N 939 3 0+ 75 05
VzT min=8556V; VzT max=9 45V pour izt =7,5 mA 1N 935 A 139 — 65+ 100 10
Rzt max=20 Q pourlzt =75 mA 1N-936 A 69 — 55+ 100 5
AV 631 | i to de Ia tensi 1IN 937 A 27 — 55+ 100 2
max mesuré & IzT est la variation maximale de la tension N _E5 4+
VzT pour la variation maximale de la température AT prévue N gggﬁ 13 55 + 100 1
pour la catégorie, ainsi que pour une variation de température — 55+ 100 05
quelconque située & I'intérieur de I'intervalle AT 1N 9358 184 - 55+ 1560 10
La mesure de Vo s'effectue aux températures extrémes de la 1IN 9368B 92 — b5+ 150 5
gamme de température ainsi qu'a 25 °C. 1IN 937 8B° 37 — 55+ 150 2
' ] 1N 938 B 18 — b5 + 150 1
La conformité des valeurs limites des caractéristiques électnques[ 1N 939 B 9 —_ 55+ 150 05

fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés,
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TYPES 'BOITIER DO 7

IN 941 & IN 944 IN941A a IN944 A
IN941B a IN944 B

- 11,7 V avec tolérance + 5 % 005t )
03+ ° !
3 gammes de températures _ gg 3 + 1(7)8 og 5[ - by
de compensation : —553a+ 150 °C ' :
@ 1,5 maxi

DONNEES GENERALES :

70;S0

Nature du semi-conducteur : Silicium
Technologie : double diffusion 0 27 maxi

Mode de refroidissement : par convection (mode A) 2,16 mini %
Boitier : DO 7 - normalisation CCTU : F 2
Masse : 0,2 g
Marquage : n° du type, anneau blanc cOté cathode L
VALEURS LIMITES : gosten
Températures de stockage : —553+175°C =ir %
Températures ambiantes ‘
maximales de fonctionnement : —553+175°C 3
Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment Doyvyy=1175 °C
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale) © R¢n = 300°C/W
Puissance maximale
dtamp=26°C* . P=500mW
Courant inverse maximal en
régime permanent a AV max a Vo = AVzr
(tamp = 26 °C) . lzm =40 mA 7.5mA AT “VZ = T Vay
* Pour une température différente cf figure 1 TYPES £0,1mA (°c) {valeur typique)
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : pour AT (mV) 35 ma
é t amb = 25°C
1N 941 88 O+ 75 10

o 1N 942 44 0+ 75 5
Vzrmin: 1112V lyr =75 mA 1N 943 18 0+ 75 2
VzT max 12,28 V N 944 9 0+ 75 :
Rzt max 30 §2 pour lz1 = 7,56 mA IN941 A 181 — 55 4100 10
AV max mesuré a 1z est la variation maximale de la tension 1N 942 A 90 —55+100 5
VzT pour la.variation maximale de la température AT prévue INO43 A 36 — 55+ 100 2
pour la catégorie, ainsi que pour une variation de température 1N 944 A 18 — 55 +100 1

; rre o ). lle AT

quelconque située a I'intérieur de I'intervalle A IN 9418 239 &5 +150 10
La mesure de VzT s'effectue aux températures extrémes de la 1IN 9428 120 — 65 +150 5
gamme de température ainsi qu'a 25 °C. 1IN 943 8B 47 — 55 +150 2
La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques | 1N 944 B 24 — 56 +150 1
fait I'objet d’un contrdle qualité avec NP et NOA spécifiés.
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SILEC SEMICONDUCTEURS 161, : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

MPEN ENTEMPERATUR 600]1“‘7
DIODES ZENER ¢ 00 e e e R I\

0 0000000 0COCDOCBODEOOOOODOOOOO

TPES  BOIMERS A204&ATS
1N 1737.A a 1N 1738.A .
1N 4059,A a 1N 4065,A

168V a 33V

avec tolérance =+ 5%

\
A\
318:03

\ \

25.4 mini

| w gl
gamme de températures :
de compensation : —55 a + 100 °C ‘
Pour des tensions supérieures et un boitier d’encombrement 9159 =07
inférieur, nous consulter.

DONNEES GENERALES :

159075
127 185

263208

Nature du semi-conducteur : Silicium
Technologie : double diffusion . 1z ) =
Mode de refroidissement : par convection (mode A) . A A o
BoTltier : moulage sous résine époxy de diodes zener compensées «
en température ogues ||
Masse : 56ga8g '
Marquage : n° du type, anneau blanc co6té cathode 4
VALEURS LIMITES : ?;:2: rA29 ?;):::r AT8 ‘;];:
Températures de stockage . —b5a+175°C  IN1737Aa1IN1738A 1N4059A a1N4065A
Températures ambiantes maxi- ! ! T

males de fonctionnement : ~553+150°C - E
Température maximale de = SR s
jonction virtuelle en fonctionne-

ment : © tvy)=+150°C
Puissance maximale &
tamb = 25°C

types TN 1737 et 1N 1737 A . 600 mW
TN1738et TN1738A : 800 mW
1N 4059,A 31N 4065,A : 1500 mW
Courant inverse maximal en
régime permanent a
tamb = 25 °C . lzm = cf tableau colonne 7

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES at gmp = 25°C

Tension de régulation VzT min

etVzT max alzt : cf tableau colonnes 1 et 2
Résistance différentielle Rzt
max a lzT : cf tableau colonnes 3 et 2

AV mesuré & 17T est la variation maximale de la tension VzT
pour la variation maximale de la température AT prévue pour

la catégorie, ainsi que pour une variation de température quel-
-conque située a l'intérieur de l'intervaile AT.

La mesure de V2T s'effectue aux températures extrémes de la
gamme de température ainsi qu'a 26 °C

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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, 2/9/06/01-71 .
1 2 3 4 5 6 7 ’
Vz Vzt (V) Iz1 Rzt AV max a AT aVz Izm
TYPES nominal min, max. {mA) Q) Izt pour {°c) (10-5 /°C) {mA)
(v) max. | AT (mV) typ. max. ‘
1N 1737 18,6 17,67 19,63 7.5 60 288 - b5+ 100 10 30
TN 1737 A 18,6 17,67 19,63 7.5 60 144 —55+4+ 100 5 30 .
1N 1738 248 23,56 26,04 75 60 384 — 565+ 100 10 30
1N 1738 A 24,8 23,56 26,04 75 60 192  |—55+ 100 5 30 .
1 N 4059 16,8 15,96 17,64 10 30 130 —55+ 100 5 85
1 N 4059 A 16,8 15,96 17,64 10 30 53 —b5+ 100 2 85
1 N 4060 185 17,58 19,42 10 30 143 —565+ 100 5 80 '
1 N 4060 A 186 17,58 19,42 10 30 58 —-565+ 100 2 80
1 N 4063 27 25,65 28,35 10 45 210 —b5+ 100 5 50 ‘
1N 4063 A 27 25,65 28,35 10 45 84 —b65+ 100 2 50
1 N 4064 30 28,50 31,50 10 50 233 —565+ 100 5 45
1N 4064 A 30 28,50 31,50 10 50 93 —565+ 100 2 45 .
1 N 4065 33 31,35 34,65 10 55 256 — b5+ 100 5 40
1N 4065 A 33 31,35 34,65 10 b5 103 — 556+ 100 2 40 ‘
P {(mW) .
Fig. 1: 1500 N ‘
Puissance moyenne admissible en TN
fonction de la température ambiante :
1
1000 X N | 1N 4059,A 241N 4065A .
| \(\
! N
™~ 1N 1738etA | N '
A vy
500 ﬁ\\ \
| \\ \\ \ .
N
1 - N
; 1N 1737 etA iy NN
: ~ @
o I
25 50 100 150
tamb (°c) .
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DIODES ZEN ER (REGULATRICE DE T:INS!:ONt) 250 ]11\‘7'

*

©0 0000000 0C0O0C0OCOCOOOOEOENDOOEOO

Tvees , o BOITIER DO7

1N 4099 a 1N4135

-

00,500

68V a 100V

A

-

omai T

Emanx 26mini
1

avec tolérance * 5 % ; —

O 1,5 maxi

DONNEES GENERALES :

Nature du semi conducteur : Silicium
Technologie : diffusé
Série : E 24

) Y.

O 2,7 maxi
0 2,6 mini

Mode de refroidissement : par convection {mode A)
Boftier : DO7 normalisation CCTU : F 2

Masse : 0,2 ¢

Marqguage : n° du type anneau blanc cote cathode ‘ L

VALEURS LIMITES :

Températures maxirnales de

stockage . —6ba+200°C
Températures ambiantes maxi- -
males de fonctionnement : —653a+200°C :

Température maximale de jonc-

tion virtuelle en fonctionnement: t(yy) =+ 200°C
Résistance thermique jonction ,
ambiance {valeur maximale) : Rih =300°C/W
avec longueur de connexion

=25 mm

Puissance maximale (& tamp =

25°C) . P=2560 mwW
Pour une température différente cf figure 1.
Courant inverse continu maxi-

mal en régime permanent a

tamp = 25°C . Izm cf tableau colonne 7

Courant direct continu maxi-
mal en régime permanent
(a4 tgmp = 25 °C) 1 1o =250 mA

CARACTERISTlQUES ELECTRIQUES : at amb = 25° C
Tension de régulation Vz1 min.

etVzt max. a8 Iz =260 4A : cf tableau colonne 1

Résistance différentielle Rz
max. a lz1= 2560 uA : cf tableau colonne 2

@ 0,500

W\
26mini

Niveau de bruit ramené a une bande passante de 1 Hz
{NB) : cf tableau figure 3

Coefficient de température de

Vz nominal entre tp = 125 °C

ett] =25°Ca lzT =260 uA

(valeur typique) : cf tableau colonne 4 - La conformité des valeurs limites des caractéristiques électri-
Courant inverse Ig @ VR ques fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA
spécifié : cf tableau colonnes 5 et 6. spécifiés.
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o
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®
1 2 3 4 5 6 7 ®
Va1 (V

2256.a]  a%%0 LA) Rzt ( o0 || ave v Izm @

i- (@) (104/°c)f IR R | (mA)

TYPES | el max. (\VHz ||"pon 1 WA | (V) | max.

{V) min. max. (2250 u A3 250 «A max. .
1N 4099 6.8 6.4 72 200 40 4 10 52 3 )
1N 4100 75 7 79 200 40 45 10 5,7 7]
1N 4101 8.2 7.7 87 200 40 48 1 6.2 29
1N 4103 9,1 85 9,6 200 40 5,1 1 69 26 .
N 4104 10 0.4 10,6 200 40 5.5 1 7.6 24
1N 4105 1 10,4 11,6 200 40 6 0,05 84 22 ‘
N 4106 12 114 12,7 200 40 65 0,05 9,1 20
N 4107 13 12,4 14,1 200 40 65 0,05 9.9 18 [
N 4109 15 138 15,6 100 40 7 0,06 1 16
N 4110 16 15,3 17,1 100 40 7 0,06 12 15 ®
N 4112 18 16,8 191 100 40 75 0,05 14 13
N4114 | 20 18,8 212 150 40 75 0,01 15 12
Ngas | 22 208 233 150 40 8 0,01 17 1 @
IN4116 | 24 28 25,6 150 40 8 0,01 18 98
INa118 | 27 25,1 289 150 40 85 0,01 21 87 ‘
IN4120 | 30 28 32 200 40 85 0,01 23 7.8
N 4121 3 31 35 200 40 85 0,01 25 7.1 o
IN4122 | 36 ) 38 200 40 85 0.01 27 6.6
IN4123 | 39 37 41 200 40 9 0.01 30 6,1 .
IN4124 | 43 40 46 250 40 9 0,01 3 5.4
IN4125 | 47 44 50 250 40 9 0,01 36 5,0
IN4126 | 51 48 54 300 40 9 0,01 20 46 ®
N 4127 56 52 60 300 40 9 0,01 43 42
IN4120 | 62 58 66 500 40 9 0,01 47 38 o
IN4130 | 68 64 72 700 40 9 0,01 52 35
1N 4131 75 J 70 | 79 700 40 9 0,01 56 32 ‘
IN4132 | 82 77 87 800 40 9 0,01 62 29
IN4134 | o1 85 96 1200 40 9 001 | “69 2,6 .
IN4135 | 100 04 106 1500 40 9 0,01 76 24

o
®
®
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' P (mW)
. Fig. 1: 230 ~
. . N
Puissance moyenne admissible en N
‘ fonction de la température am- 200
biante.
N \
® ~ '
~N
100
I
50 \\ |
. \\ tamp (° C) I
0
. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ‘
_ \
Fig. 2 : wl Na(\%} |
Niveau de bruit en fonction de la = |
‘ tension de Zener pour Iz = 250 uA 20 y
(valeurs typiques) /
Conditions de mesure : 10
‘ f = 1 kHz mesures faites sur le 8 7
Quan tech n°® 327 s f |
BP = 1 kHz
‘ tamp = 25 °C 4 / ‘
\ \
o , |
VzT (V)
. 05 L1
1 4 6 10 20 40 60 80 100 ‘
‘ Fig. 3 : B ﬁ\;)
Niveau de bruit en fonction de la 0
tension de Zener pour Iz = 3 mA 8
. (valeurs typigues) 6
Conditions de mesure : . g
f =1 KHz mesures faites sur le )
Quan tech n°® 327 /
. BP =1 KHz 2
' tamb = 25°C / \\\
1
‘ 08 f |
06
04
. Vzr{V)
0.2 i 1
1 4 6 10 20 40 60 80 100
® "
Fig. 4 : C NB@IE-E}
Niveau de bruit en fonction de la
‘ tension de Zener pour IzT = 10 mA 2
(valeurs typiques)
Conditions de mesure : \
. f = 1 KHz mesures faites sur le ! 7 =
Quan tech n° 327 NG
BP = 1 KHz 06 N
tamb = 256° C 04 \
o \
02 \
o
Vzr (V)
|
‘ 0'051 4 6 10 20 40 60 80 100
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4
o m o
ig.5: 11
rio- 5 | | o Neiyiz T
Equivalence entre le niveau de bruit ~ f=1KHz A
ramené & 1 Hz et le bruit pour une 20 BP (02 100 KHz) |~ ‘
large bande passante (bruit blanc).
\ L~
P
10 —
: = ®
é /‘
4
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) ol BP (03 1 MHz)
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. | _
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. . 4000
Résistance dynamique Rz en .
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1000 .
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200 N
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Résistance dynamique Rz en fonc-
tion duVz+ & 1z = 3 mA (valeurs 200
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VZT (v)
5 L 11
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Fig. 8 : 40
Résistance dynamique Rzt en fonc-
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10 ,‘/ .
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> -
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4 —— '
2
1 I
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DIODE o: rererence precte NI ] ) l() () I l\

0000 00000COCOCOOGOEOOOOOOOOEOO

TYPES BOITIER DO7

0 0,500

MD1 & MD4

\
wwigz

Q@ 1,5 maxi_;

DONNEES GENERALES |

!
T
b
A
T
|
|
1
L

|
Nature du semi-conducteur : Silicium 0 2.7 maxi E ¥
Technologie : double diffusion B26 mini I F’
Mode de refroidissement par convection (mode A) g
Boftier : DO 7 normalisation CCTU F2 |
Masse : 0,2 g L 1
Marguage : n° du type, anneau blanc cbte cathode

-

VALEURS LIMITES i

\¥
T gz

Températures de stockage © —66a+175°C = R
Températures ambiantes ma-

ximales de fonctionnement : —bba+150°C
Résistance thermique jonction

ambiance (valeur maximale) : Ryp = 400 °C/W
Courant direct continu maxi-

mal @ tgmp = 25°C : g =100 mA
Tension inverse de créte

VRwM Max.

Tension inverse de pointe

répétitive VRgm max. : 10V

Tension inverse continue

VR max.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Courant inverse pour Vg spécifié et tgmp = 25 °C
Ir <10pA

Chute de tension directe continue min. et max. pour
différents | et typ = 25 °C cf tableau

Résistance dynamique max. dans le sens direct pour
différents | et tymp = 25 °C cf tableau

Sa mesure s'effectue en superposant au courant direct
continu |, un courant alternatif de fréguence 1000 Hz
et d’amplitude créte a créte égale & 1/10 de If.
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Ig = 100 uA IF=1mA lg =10 mA Ig = 100 mA
Vg (V) r (Q) Vg (V) r{Q) Vg (V) r (Q2) Vg (V) r{Q)
TYPES - :
min max. max. min. max. max. min. max. max. min. max. max.
MD 1 0,40 0,50 600 | 0,52 0,63 20 0,65 0,74 12 0,75 0,85 2
MD 2 0.85 1,06 1 1200 1,10 1,30 180 1,32 1,74 24 1,55 1.80 4
MD 3 1,30 1650 | 1800 1,65 1,85 275 2,00 2,20 36 222 2,50 6
MD 4 1,60 2,00 | 2400 2,20 250 360 2,70 2,90 50 292 3,20 8
La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d’un contréle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
P (mW)
300
Fig. 1 : ——
|g. 1 TN
Puissance moyenne admissible en ]
fonction de la température ambiante. I
| \
200
1
1 \\
] N
| )
t
100 }
| NG
| \\
I
t \\
| N
) |
0 25 50 100 150
tamb (°C)
r{§)
10000
Fig. 2 :
Résistance dynamique en fonction \\
du courant direct continu & 1000 n
tamp = 25 °C. —=
B,
~
g
100 hs S
™
"y
=
N =~ q
10 . 5 MD 4
— MMD 3
MD 2
| ™ MD 1
1 ]
0.1 1 10 100 1000
Ig (mA)
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Courant direct continu I en fonc- /

tion de la chute de tension continue
20 /
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\-
\-~
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~
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J

.
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0,2 0.4 0.6 0.8 VF (v}

Ig (mA)
100

\~.
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|
|
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0.4
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0,2 0.6 1 1,4 VE (V)



6/0/01/01-71

Promotion Vente f’ublicité
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. . Ig (mA) 100 ‘
Fig.5: } } }
Courant direct continu |g en fonc- o — MD3 7 7
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VE. 40 /
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f ®
7
i
6 y
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g:ggg_?EDE REFERENCE 30 ot HOm.\

CARACTERISTIQUES PROVISOIRES

TYPES "BOITIERDO 7
00,5005
ME 15 et ME 2 |
= 3
3
5
9 1,5 maxi_| !
18 Y
F
DONNEES GENERALES : 0zimeit | 5
16 mini 3
Nature du semi-conducteur : Silicium 1
Technologie : double diffusion
Mode de refroidissement : par convection (mode A} o
Boitier : DO 7 normalisation CCTU F 2 —
Masse : 0,2 g .
Marquage : M E 1,5 : anneau jaune cdté cathode 00,573
ME 2 : anneau rouge cOté cathode B N
A= El

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage : —B6ba+1256°C
Températures ambiantes maxi-

males de fonctionnement , : —55a+ 125°C
Courant direct continuME 15 : g =50 mA

maximal 8 tamp =26 °CME 2 : |g =30mA

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Chute de tension directe continue min et max pour | = 5 mA
et tamp = 25 °C : cf tableau

Résistance dynamique max dans le sens direct pour {g =5 mA
et tymp = 25 °C : cf tableau

Sa mesure s’effectue en superposant au courant direct continu
IF, un courant alternatif de fréquence 1000 Hz et d’amplitude
créte a créte égale 3 1/10 de I¢

Coefficient de température min et max dans le sens direct pour
Ig =5 mA et mesuré entre tp = 126 °C et tg = 25 °C :

cf tableau
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. Rmax a Coefficient de
TYPES Vegalp=5mA Ig =5mA température ‘
v) Q) (104/°C)
min. | max. min. | max. .
ME 15| 1,35 1,65 20 —23 | —-26
ME 2 10 22 30 —-23 | —26 '
lg (mA)
Flg 1: 70 ‘
Courant direct continu en fonction
de la température ambiante 60 '
50
i
|
« | - o
20 X e ME 1,5
1 %\
1 ME 2 N~
*° | — ‘
o }
0 25 50 100 150
tamb (°c) .
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D|0DES ZEN ER (REGULATRICE DE TENSION)

@

s)[')

AVRIL 1971

2/0/05/01-71

0 m\V

0000.0‘0.0000000.0’0...

MZAAAMZ18B
47V a 180V
tolérance + 10 %

, S
DONNEES GENERALES :

Nature du semi conducteur : Silicium

Technologie : Double diffusion

Série: E 12

Mode de refroidissement : par convection (mode A)
Bontier : DO7 normalisation CCTU : F 2

Masse : 0,2 g

Marquage : n° du type anneau blanc cote cathode

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage : — 55 4 + 150° C

Températures ambiantes maximales de fonc-
tionnement : — 55 a + 150° C

Température maximale de jonction virtuelle en fonc-
tionnement t(yy) : + 150° C

Résistance thermigue jonction ambiance

Rth = 400° C/W (valeur maximale) avec longueur de
chaque connexion = 256 mm cf figure 2.

Puissance maximale 8 tamb = 25° C : 250 mW.*

* Pour une température différente : cf figure 1.
Puissance de surcharge créte accidentelle

{t=10ms) P:3W **

** Pour des temps différents : cf figure 9.

Courant inverse continu maximal

En régime permanent & tamp = 25° C 1z\ : cf tableau
colonne 7

Courant direct continu maximal en régime perma-
nent atamp = 25°C lp:260 mA.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES & tamp = 25° C

Tension de régulation Vz1 minet VzT max a Iz

cf tableau colonnes 1 et 2
Résistance différentielle Rz max a lzt

cf tableau colonnes 3 et 2
Résistance différentielle Rz max a 1z

cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de Vz nominal entre

12 = 125° Cet t1 = 25° C a I zT (valeur typique) cf tableau
colonnes 6et 2.

La conformité des valeurs limites des caractéristiques élec-
triques fait |’objet d'un contrdle de qualité avec NP et

NQA spécifié.
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2
1 2 3 4 5 6 7
Vz Vzy (V) Izy Rzt Izx Rzk avz Izm
TYPES :
Nominal| o | max. | mA) | (@) | mA | (2) |(104rC) | mA)
v) max. max. typ. max.
MZ 4 A 47 4,1 52 25 25 8 300 1 48
MZ 5 A 5,6 5 6,2 25 1 2 300 2 40
MZ 6 A 6.8 6,1 75 18,5 14 2 300 3 33
MZ 8 A 8.2 74 9,1 15 16 2 300 4 27
MZ 10 A 10 9 11 1256 18 05 500 5 23
MZ 12 A 12 105 135 105 20 05 500 5,7 19
MZ 15 A 15 13 16,5 85 24 05 500 6,3 15
MZ 18 A 18 16 205 7 36 05 750 6.8 12
MZ 22 A 22 20 245 5,6 50 05 1 000 7.3 10
MZ 27 A 27 24 30 4,6 80 0,25 5 000 7.7 8.3
MZ 33 A 33 29 36 38 115 0,25 5 000 8 6.9
MZ 39 A 39 35 43 o 200 0,25 5 000 8.3 58
MZ 47 A 47 42 52 27 300 0,25 7 500 8,6 49
MZ 56 A 56 50 62 22 400 0,25 7 500 8.8 4
MZ 68 A 68 61 75 1.8 600 0,25 7 500 9 33
MZ 82 A 82 74 91 15 1 000 0,25 7 500 9.2 27
MZ 108 100 90 110 1.3 1 600 0,25 10 000 9,3 22
MZ 12 B 120 106 135 1 2 000 0,25 10 000 94 19
MZ 15 8B 150 130 165 0,85 2400 0,25 10 000 9,6 15
MZ 18 B 180 160 205 0,68 3200 0,25 15 000 9,6 1.2
. P(mW)
Fig. 1: 250 LN
Puissance moyenne admissible en ! \
fonction de la température am- !
biante. 200 :
} \\
! N
| NG
] -
|
100 |
: N,
. \\\
]
1 \
| .
0 1 tamb {°C)
0 25 50 100 150
Rqen (°C/W)
Fig. 2 : 500
Variation de la résistance thermi-
gue jonction ambiante en fonction
de la longueur des connexions.
400
S
1/
-~
300 B
—_
,
200 1 (mm)
5 7 9 n 13 15 17 19 21 23 25
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250 m\V

Fig. 3

Coefficient de température

AVzr .
avz—m en fonction du VZT
(valeurs typiques) & Iz 7.

Fig. 4 :
Coefficient de température

aAVo,= AVzt f iond
VZ— m en fonction du VZT
(valeurs typiques) a Izt.

Fig.5:
Résistance dynamique Rz en fonc-
tion de |z (valeurs maximales).

Fig. 6 :

Variation de la tension de zener
A Vz pour une variation de Iz
comprise entre 10 % et 50 % du
Izm (valeurs typiques) mesure en
continu et tgmp = 26° C.

ot (10%°c)
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0 20
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Avgz (V)

0,4

20 40 60 100

200 400

1000

10

—

0]

0.01

YZT (v)

4

6 810

20

40 60

100 200



2/0/05/01-71

4
¢ (PF)
Fig. 7 : 1000
papacnté Cen fonctloq de la tension . 400 68V
inverse Vr (valeurs typiques). ‘
200
100 :
— o
40 —
24V
20 —--.- .
10 e 4&.. a7V
——
6 F100v
4 T —
—= @
2 --.‘\
\ 180V VR (V)
1 2 4 6 810 20 40 60 100 200 .
Ig (mA)
Fig. 8 : ‘
Courant continu & I'état passant en
fonction de la chute de tension .
continue {valeurs typiques) et
tamb - 250 C
®
200 l ‘
100 ’/
. / ®
60 I
40 /
20 I
10 VE (V) ‘
05 06 07 08 09 1 o2
P (W) .
Fig. 9 : 1000
Puissance de surcharge accidentelle 400 .
applicable en inverse PRSM en
fpnction du temps d'application 200
(impulsion rectangulaire et
tamb = 25° C.) 100 .
40
o — @
“u_--.-
10
: o
4 =
2
Promotion Vente Publicité 1 t (ms) .
0,01 0,02 0,04 0,1 0.2 04 06 1 2 4 6 810
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DIODES ZENER (recuLatrice pe TENsION) 250 ]H\‘T

®© 0000000000 OCOCOCGCOEOOOEOGO®OEO®OOO

TYPES
TN708A a 1N745 A
56V a4 200V 005
avec tolérance =+ 5 % - A - :E
9 1,5 maxi ]|=

DONNEES GENERALES : A T 1
Nature du semi-conducteur : Silicium ]
Technologie : Double diffusion <
Série: E 24 , © 27ma :
Mode de refroidissement : par convection (mode A) o216 i g
Boftier : DO7 normalisation CCTU : F -2 S
Masse : 0,2 g :
Marguage : n® du type, anneau blanc c6té cathode. |
VALEURS LIMITES : .
Températures de stockage —65a+175°C gosti
Températures ambiantes maxi- !
males de fonctionnement * — 654+ 175°C o
Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-

ment

Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale)
avec longueur de chaque con-
nexion = 25 mm

Puissance maximale a tamp =
25°C *

Puissance de surcharge créte
accidentelle (t=10ms) **
Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent

{2 tymp = 25 °C)

Courant direct continu maxi-
mal en régime permanent

{8 tamp = 26 °C)

vy =+175°C

Ren = 400 °C/W

cf. fig. 2
P =250 mW
P=3W

Izm = cf tableau colonne 9

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
lo = 250 mA a tamb - 25°C
Tension de régulation Vzt min

* Pour une température différente cf. figure 1

etVzT max 8 Izt > cf tableau colonnes 1 et 2
Résistance différentielle Rzt max

** Pour des temps différents cf. figure 10. alzT . cf tableau colonnes 3 et 2

Résitance différentielle RzT max

alzg : cf tableau colonnes 5 et 4
Coefficient de température de
Vz nominal entre t; = 125 °C
etty =25°C a1zt (valeur
typique)

Courant inverse |g 3 Vg spécifié

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d’un contréle de qualité avec NP et NQA spécifié.

cf tableau colonnes 6 et 2
cf tableau colonnes 7 et 8
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2 3 4 5 6 7 8 9 .
Vz VzT (V) Izt Rzt Iz Rz |avyz | Ir VR | Izm
TYPES  |nominal mA) | Q) | (mA) | @ o¢rol wA) | (V) | (mA)
v) min. | max max max typ max max '
1TN708 A 56 52 6 25 36 2 300 25 250 4 42
1N708 A 6,2 5,8 6.6 25 4,1 2 300 32 200 45 | 38
IN710 A 6,8 6,4 7.2 25 47 2 300 38 150 52 | 35 ‘
IN711A 75 7 79 25 5,3 2 300 45 75 57 | 32
IN712A 8,2 7,7 8,7 25 6 2 300 53 50 6,2 | 29
1TN713A 9,1 85 9,6 12 7 2 300 556 25 69 | 26 .
IN714A 10 9.4 10,6 12 8 05 500 6,1 10 76 | 24
1IN715 A 1 10,4 11,6 12 9 05 500 6,3 5 84 | 22
TN716 A 12 M4 12,7 12 10 05 500 6,8 5 9,1 {20 .
IN717 A 13 124 141 12 1 0b 500 7 5 99 | 18
1TN718 A 15 13,8 15,6 12 13 05 500 7.2 5 1 16
ITN719 A 16 15,3 17.1 12 15 05 500 74 5 12 15 .
1TN720 A 18 16,8 19,1 12 17 05 500 7.7 5 14 13
1IN721 A 20 18,8 21,2 4 20 05 500 8 5 15 12
1N722 A 22 20,8 23,3 4 24 0,2 2000 8,3 5 17 1 .
TN723A 24 228 25,6 4 28 0,2 2000 8,6 5 18 98
1N724 A 27 25,1 28,9 4 35 0.2 2000 8,7 5 21 8,7
1TN725 A 30 28 32 4 42 0,2 2000 88 5 23 7.8 ‘
1N726 A 33 31 35 4 50 0,2 2000 9 5 25 7.1
TN727 A 36 34 38 4 60 0,2 2000 9,1 5 27 6,6
1IN728 A 39 37 41 4 70 0,2 2000 9,2 5 30 6,1 .
TN720A 43 40 46 4 84 0,2 2000 9,2 5 33 54
TN730A 47 44 50 4 98 0,2 2000 9,3 5 36 50
TN731A 51 48 54 4 115 0,2 2000 94 5 39 4,6 .
1TN732 A 56 52 60 4 140 0,2 2000 95 5 43 42
1TN733A 62 58 66 2 170 0.2 2000 9,6 5 47 3.8
TN734 A 68 64 72 2 200 0,1 5000 9,6 5 52 35 .
TN735 A 75 70 79 2 240 0,1 5000 9,6 5 56 32
1TN736 A 82 77 87 2 280 0,1 5000 96 5 62 29
1N737 A 91 85 96 1 340 0,1 5000 96 5 69 26 .
TN738A 100 94 106 1 400 0,1 5000 9,6 5 76 24
TN739 A 110 104 116 1 490 0,1 5000 9.6 5 84 2,2
1N740 A 120 114 127 1 570 0,1 5000 96 5 91 20 ‘
1N741 A 130 124 141 1 650 0.1 5000 9,6 5 99 18
1TN742 A 150 138 156 1 860 0,1 5000 96 5 114 16
TN743 A 160 153 171 1 970 0,1 5000 9,6 5 122 14 '
1TN744 A 180 168 191 1 1200 0,1 5000 9,6 5 137 1,3
1N745 A 200 188 212 1 1400 0,1 5000 96 5 152 12 .
P (mW)
Fig. 1: 250 N
Puissa_nce moyenne admissible en } ‘
fonction de la température amb|ante200 | \\ .
150 ! ‘
100 ™
| N o
50 \\ .
0 N tamb (°C) .

25

50

100

150

175

200
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R4y (°C/W)
Fig. 2 : 500
Variation de-la résistance thermique
jonction ambiance en fonction de la
longueur des connexions
400
P
~—
™
—
("
300 st
—___,
-
200 | (mm}
5 7 9 n 13 15 17 19 21 23 25
a T (10-4/°C)
. ) 7
Fig. 3: B, ot
Coefficient de température ]
6
AVzr . ol
aVz =——=— en fonction du
VzT At
Vzt (valeurs typiques a lzT) 5 -
4 /1/
3
2 //
, /
0 Vzt (V)
4 6 7 8 9 10 n 12 13 15
aT (104/°C)
Fig. 4 : 10
Coefficient de température /'
aVz =AVJ en fonction du 8 e
VzT At /
VzT (valeurs typiques a |zT)
é
]
Al
Vot (V)
0 ar
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Rzt (82
Fig. 5 :
Résistance dynamique Rz en fonction 4
de |z (valeurs maximales) 2 [ o
e B S, 180 V
6
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Fig. 6 :

Variation de la tension de zener

A Vz pour une variation de 1z com-
prise entre 10 % et 50 % du Iz\m
(valeurs typiques) mesure en continu
et tamp = 25 °C

Fig. 7 :

Capacité C en fonction de la
tension inverse VR (valeurs typiques)

Fig. 8 :

Courant inverse Ir en fonction de la
tension de zener VT {valeurs
typiques) mesures faites au VR
spécifié et t,mp = 25 °C

C (pF)
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40 60

100 200

82V:
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IE (mA)}

Fig. 9 :

Courant continu & |'état passant en
fonction de la chute de tension
continue (valeurs typiques)

et tymp = 25 °C

200 I

100
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80

60

40
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1
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Fig. 10 : 1000

600
Puissance de surcharge accidentelle 400
applicable en inverse Pggm en fonc- i
tion du temps d’application 200
(Impulsion rectangulaire et 100

tamb = 25 °C) 80
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t {ms)
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o [ DIODES ZENER reguiatrice detension

69 rue de Monceau-75008 PARIS
Tél. 522.60.50 -Télex Paris 28 580
Société anonyme au capital de 24 872100 F

RC Paris 69 B 4332 _ INSEE 283751080192

ﬁsn SILEC-SEMI-CONDUCTEURS

SEPTEMBRE 1974

2/0/18/9-74

100 W

1

(TYPES

j

BZX96C2V7aC33

2,7 V a 33 V avec tolérance = + 5%

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur :
Technologie : double diffusion
Série : E24

Mode de refroidissement :
Boitier :
Masse : 0,2 g
Marquage :

VALEURS LIMITES

Températures de stockage
Températures ambiantes maximales
de fonctionnement

Température maximale de jonction
virtuelle en fonctionnement
Résistance thermique jonction
ambiance

(valeur maximale)

Avec longueur de chaque
connexions = 25 mm

. . kY —_ -] »
Puissance maximale a tamb = 25 C7 :

Puissance de surcharge créte
accidentelle (t = 10 ms) **

Silicium

par convection {mode A)
DO7 normalisation CCTU : F2

n° du type anneau blanc cété cathode

—55a+150° C
—55a+150°C

— o
tj) = +150° C

©
Ry = 300 c/wW

cf. figure 2
P = 400 mW

P=5W

* Pour une température différente, cf. figure 1.

** Pour des temps différents, cf. figure 8.

{ BOITIER DO7 * )

. J

* Voir description détaillée, page 5

Courant inverse continu maximal

en régime permanent(at, = 25° C) : Iz, = cf. tableau,
colonne 7

Courant direct continu maximal

en régime permanent é(tamb =25°C): | 0= 400 mA

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES & t,,,, = 26° C

Tension de régulation Vo min et
VZT max a 5 mA

Résistance différentielle RZT max
abmA

Courant inverse IR a VR spécifié
Coefficient de température de V2
nominal entre t; = 125° C et

t, =25"Célyr

{valeur typique)

: cf. tableau, colonnes 1 et 2

: cf. tableau, colonne 3
: cf. tableau, colonnes 4 et 5

: cf. tableau, colonne 6



2 2/0/18/9-74 .
1 2 3 4 5 6 1
abmA a5 mA aVoa '
. ¥4
TYPES Vz nom _ lrd Vg 5 mA Izm
a5 mA Vzmin | Vzmax | Rzymax max VR typ. max .
(v) v) v) Q) (uA) (v) (104 ¢c) | (mA)
BZX9%6C2VvV7 2,7 25 29 80 — - -7 135 ‘
BZX96C3 3 28 3,2 80 - - - 65 125
BZX96C3V3 33 3,1 35 80 — - -6 115
BZX96C3V6 3,6 34 38 80 - - ~-55 105 ‘
BZX9% C3V9 39 3,7 41 80 - - -5 95
BZX9% C4V3 43 4,0 4,6 75 - - -4 85
BZX9% C4V7 4,7 44 5,0 70 - - -2 80 ’
BZX96C5V 1 5,1 48 5,4 60 - - 1 75
BZX9%6C5V6 5,6 52 6 40 1 1 25 65
BZX96C6V 2 6,2 58 6,6 10 1 1 3,2 60 .
BZX96C6V8 6,8 6,4 72 8 1 2 4 55
BZX96C7V5 75 7 7,9 7 1 2 45 50
BZX.96C8V 2 8,2 7,7 8,7 7 1 35 48 45 .
BZX96C9V1 9,1 85 9,6 10 1 35 5 42
BZX 96 C 10 10 9,4 10,6 ) 15 1 5 55 38
BZX 96 C 11 11 10,4 11,6 20 1 5 6 34 .
BZX 96 C12 12 11,4 12,7 20 1 7 6,5 31
BZX 96 C 13 13 12,4 14,1 25 1 7 7 28
BZX96 C 15 15 13,8 15,6 30 1 10 7 26 .
BZX 96 C 16 16 15,3 171 40 1 10 75 23
BZX 96 C 18 18 16,8 191 55 1 10 75 21
BZX 96 C 20 20 18,8 21,2 55 1 10 8 19 ‘
BZX 96 C 22 22 20,8 233 55 1 12 8 17
BZX 96 C 24 24 22,8 25,6 80 1 12 8,5 16
BZX 96 C 27 27 251 28,9 80 1 14 85 14 ‘
BZX 96 C 30 30 28 32 80 1 14 85 13
BZX 96 C 33 33 31 35 80 1 17 8,5 1 ‘
P (mwW) ‘
Fig. 1 — Puissance moyenne 500
admissible en fonction de la
température ambiante. ‘
400 ~
]
' . o
300 : ~
1]
o —— N ®
]
100 ' ™. ‘
! S~
L1 L SV
25 50 100 150 .
tamb (o C) .



100 m\V

2/0/18/9-74
Ry (° C/W)
Fig. 2 — Variation de la résistance 400
thermique jonction ambiance en
fonction de la longueur des
connexions.
300
—_,
-l
s
L
200 —
——
1 (mm)
100 J
5 7 9 H 13 15 17 19 21 23 25
aVy (107 C)
Fig. 3 — Coefficient de température +8
AV ;L"'
aVy= ZT_  on fonction du VT +6
! s pd
(valeurs typiques a IZT) +4 /
+2
J
0
J
-2 |
P
-6 V4
Vo1 (V)
-8 |-
0 10 20 30
A V2 (V)
Fig. 4 — Variation de la tension de 4
Zener pour une variation de |
comprise entre 10% et 50% du Izm 2
(valeurs typiques)
. __ Ap°
Mesure en continu et tmb = 25" C 1
>
06
04 LN
P
Q2 /
[
007 =8 V2 V
005 11 Ll
1 2 4 6 8 10 20 40 60 100



Fig. 6 — Courant inverse IR en fonction de

la tension de Zener VZT

(valeurs typiques)

Mesures faites pour Vp = 1Vett, = 25° C

4 2/0/18/9-74
C (pF)
Fig. 5 ~ Capacité C en fonction 2000 .
de la tension inverse VR
{valeurs typiques) 1000
——————————
600 5,6 V
E— T I
400 68V
200 ‘
100
80 P 8.2V ‘
60 E 1
40 12v
24V Vg (V) ‘
” I L[]
1 2 6 8 10 20 40 60 80 100 ‘
1o (nA) .
R lg (mA)
10° F
8
6 @
4
°
2
400 JI
2
10
0 300 ®
6 ,
4 - ®
2
100 ®
8 90 ,'
6 80
70
4
0 o
2 50
0 o
. 30
: == / o
4 20
: @
) Vo1 (V) Vg (V)
10 L 10! |
0 10 20 30 05 06 07 08 09 1 11 12 ‘

Fig. 7 — Courant continu a |'état passant
en fonction de la chute de tension continue

(valeurs typiques)
— O
et tamb =25 C
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100 m\V

P (W)
Fig. 8 — Puissance de surcharge 1000
accidentelle applicable en inverse 6438
PRsM en fonction du temps
d'application 200
(mpulsnon_rectgngulalre 100 i | U
40
5-‘-
20
10
6
4
2
t (ms)
1 LJ
0,01 0,02 Q04 Q06 0y Q02 04 06 1 4 6 10
DESCRIPTION DU BOITIER
» L o G L L
notel , L; L; . note1
oD
/4 : it 7
i
0 by : : 0 b,
!‘ note 2 J
re 1
millimétres inches
réf. notes
min max min max
0 b, 0,46 0,55 0.018 0.022 1 — Zone a I'intérieur
oD 2,18 2,70 0.084 0.106 de laquelle le @ b,
G 5,85 7,60 0.230 0.299 n'est pas controlé,
L 26 —_— 1.023 _
L - 2,50 0.100 2 — Longueur min, du
dispositif avec ses sorties
° pliées & angle droit :
n_ de code CEI A1A 16 mm (0:629").
n de code France DO7/F2
n° de code Etats-Unis DO7
n° de code Royaume-Uni SO6
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AVRIL 1971

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17°
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 283 75117 0115

R.C. Paris 69 B 4332 2/0/02/01/71

DIODES ZENER (ecuiammce oe rensony IELLLIRI O\ G

©0 000000000 O0C00C0COCOCGCOOOEOEDPDOEOOO

56V a

DONNEES GENERALES :

Nature du semi conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion
Série : E 24

Mode de refroidissement : par convection (mode A)
Boftier : DO7 normalisation CCTU :

Masse : 0,2 g

Marquage : n°® du type anneau blanc cote cathode.

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage
Températures ambiantes
maximales de fonctionnement
Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment :
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale),
avec longueur de chaque
connexion = 25 mm

Puissance maximale
dtamp=26°C*

Puissance de surcharge créte
accidentelle (t = 10 ms) **
Courant inverse continu maximal
en régime permanent

dtamp = 26 °C

Courant direct continu

maximal en régime permanent
dtamp =26 °C

* Pour une température différente

IN752A a IN759 A

tolérance £ 5 %

12V

—05%2 .. Lo

Q 2,7 maxi
0216 mini

76maxi

F2

—65a4+175°C

—65a+ 175°C

vy =+175°C
Rin = 300 °C/W
cf figure 2

P = 400 mW

P=bW
Izm = cf tableau colonne 8

lo = 400 MA

cf figure 1

** Pour des temps différents cf figure 9

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES & tgmyp - 25°C

Tension de régulation VzT min
etVzt maxalzt

Résistance différentielle Rzt max
alzt

Résistance différentielle Rz xk max
alzk

cf tableau colonnes 1 et 2
cf tableau colonnes 3 et 2

cf tableau colonnes 5 et 4



2 2/0/02/01-71 .
Coefficient de température de
Vz nominal entre ty = 125 °C
etty =25°Calzr ‘
{valeur typique) : cf tableau colonnes 6 et 2
Courantinverse Ig a Vg = —1V: cf tableau colonne 7
La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques ‘
fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
1 2 3 4 5 6 7 8 .
Vz vz (V) Izt Rzt Izk Rz | & V2 Iratlv Izm ‘
TYPES Nonl'i- min. | max. | (mA) [ (@) | (mA) | (@) [(104°C) (LA) (mA)
na max. max. ) max. max,
V) v o
25° C |150° C
IN 752 A 56 | 52 | 6 | 20 | 11 | 2 300 | 25 | 1 20 | 65 ()
1IN 753 A 6,2 5.8 6,6 20 7 2 300 32 0.1 20 60
1IN 754 A 6,8 6,4 7.2 20 5 2 300 38 0,1 20 56 .
1N 755 A 75 7 7.9 20 6 2 300 45 0.1 20 51
1N 756 A 8,2 7.7 8,7 20 8 2 300 53 0.1 20 46
1IN 757 A 9.1 856 9,6 20 10 2 300 55 0,1 20 42 ‘
1N 758 A 10 9,4 10,6 20 17 05 500 6,1 0.1 20 38
1N 759 A 12 114 12,7 20 30 05 500 6.8 0,1 20 31 '
P {mW) .
Fig. 1:
Puissance moyenne admissible en
fonction de la température ‘
ambiante. 400 N
i \‘\
300 ' N .
I N
'r ™~
| o
I
100 } N ‘
| ™~
o] L \\ tamb {
25 50 100 150 175 200
R (°C/W)
Fig. 2 : .
Variation de la résistance thermique -
jonction ambiance en fonction de la .
longueur des connexions.
300
_—_
— o
g
——
200 e ‘
-~
100 1 {(mm)
5 7 9 n 13 15 17 19 21 23 25
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ot (10°%/°0)

Fig. 3: 7
Coefficient de température o P
_ AV :
aVz = Vo At en fonction
du Vz {valeurs typiques) & lzT. 5
. . ///
3
2 //
Fig. 4 : . /
Résistance dynamique Rz en fonc-
tion du Vz pour différents courants 0
Iz (valeurs typiques). 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 Vzr (V)
Rzt (£2) Avziv)
Fig. 5 :
Variation de la tension de zener pour
une variation de |z comprise entre
10 % et 50 % du Iz (valeurs
100 typigues) mesure en continu et 1
1 =25°C
80 amb 08
60 06
40 J/\‘ 04
//
20 /\ N Izr=2mA 02
o \\ LN\ /
8 / \ Iz =5 mA 0.08
6 / 0.06
VAVANAN
‘. /A / NS |tz=|1om|A 004
/l X IZT= 20 mA
VzT (V)
2 l VzT (V) 0,02 zr
5 6 7 8 9 10 1N 12 13 5 6 7 8 9 10 N 12 13 14 15
c (PF)
Fig. 6 :
Capacité C en fonction de la tension
inverse Vg (valeurs typiques). 1000
p—
600 56V
o [
400 68V
200
\\
100
80 82V ——
60
40 12V
Vg (V)
20 ——
1 2 4 6 8 10 20 40 60 80 100



4 2/0/02/01-71
Ig (nA) ‘
Fig. 7 : 1000
Courant inverse Ig en fonction de la igg x ‘
tension de zener Vz1 (valeurs typiques) \
VR =1Vet tamb =25 OC 200 \\
100 \.‘ .
A
60 N
40 b\
20 \\ .
10
: T o
4
2
1 ver @
5 6 7 8 9 10 n 12 13 4 15
IF (mA)
Fig. 8 : ‘
Courant continu a |’état passant en
fonction de la chute de tension
continue (valeurs typiques) et ’
tamb = 25 °C
o
o o
100 ,l
- / °
60
w / o
/ ¢ .
20
10 Ve (V) .
05 06 07 08 09 1 112
P{W) .
Puissance de surcharge accidentelle 400
applicable en inverse PRrgm en
fonction du temps d’application 200
{impulsion rectangulaire et
tamb = 25 °C) 100
: °
40
20 ——
e —
10 e ‘
6
) o
2
1 t (ms)
Promotion Vente Publicité 0.0t 0,02 0.04 0,1 0.2 0,4 i 2 4 6 10 ‘



122, rue Nollet - 75 - PARIS 17°
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 75 117 0115
R.C. Paris 69 B 4332

W

DIO DES Z EN E R (REGULATRICE DE TENSION)

AVRIL 1971

2/0/01/01-71

400 m\V

0 00000OCOEOCOOOEOEEOONONEOEDOEOOO

1N992B
200V

1N957B a

68V a
avec tolérance =+ 5%

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion

Série : E 24

Mode de refroidissement : par convection (mode A)
Boitier : D 07 normalisation : CCTU : F 2

Masse : 0,2 g

Marquage : n°® du type, anneau blanc cdté cathode.

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage —653+175°C
Températures ambiantes maxi-
males —653+175°C

Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment :

Résistance thermique jonction

tvyy=+175 °C

ambiance (valeur maximale) Rin = 300 °C/W
avec longueur de chaque con-

nexion = 256 mm cf fig. 2
Puissance maximale a

tamp=25°C* P =400 mW
Puissance de surcharge créte

accidentelle {t = 10 ms) ** P=5W

Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent
Courant direct continu maxi-
mdl en régime permanent

Izm = cf tableau colonne 9

|°=400 mA

00,5%088

»

—T

© 2,7 maxi
@26 mini

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

* Pour une température différente cf figure 1
** Pour des temps différents cf figure 11

a tamb = 25° C

Tension de régulation Vz1 min
etVzy max alzy

Résistance différentielle Rzt
max a lzt

Résistance différentielle Rz
max a iz

cf tableau colonnes 1 et 2
cf tableau colonnes 3 et 2

cf tableau colonnes 5 et 4
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Coefficient de température de

Vz nominal entre tp = 125 °C

ett; =25°CatzT {valeur

typique) : cf tableau colonnes 6 et 2
Courant inverse’kg d Vg spécifié: cf tableau colonnes 7 et 8

L.a conformité des valeurs limites des-caractéristiqués électriques
fait I’objet d’un contréle de qualité avec NP et NQA spécifié.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vz VzT (V) Izt Rzt Izk Rzk aVz Ir Vg Izm
TYPES NOMI-—
NAL { min | max. | (mA) | (Q) | (mA) | (Q) fo-4°C) (A) | (V) | (mA)
{v) : max max typ max max
1IN 957 B 6.8 6,4 7.2 11856 45| 1 700 | 4 150 2| 56
1N 958 B 75 7 79 1165 bb)! 05 700 | 45 75 5,71 b1
1N 959 B 8,2 7,7 8,7 115 65{ 05 700 | 48 50 6,2 | 46
1N 960 B 91 8,5 96 | 14 75| 0b 700 | 51 25 69 42
1IN 961 B 10 94 106 | 125 85| 0,26 700 | 55 10 761 38
1IN962 B 11 10,4 1161|115 95| 0,26 700 | 6 5 84| 34
TN 963 B 12 114 12,7 | 105 115 0,25 700 | 65 5 91 31
1N 964 B 13 124 141 95 13 0,25 700 | 65 5 99| 28
1N 965 B 15 13.8 15,6 85 16 0,25 700 | 7 5 1" 26
1N 966 B 16 15,3 171 78 17 0,25 700 | 7 5 12 23
1N 967 B 18 16.8 19,1 7 21 0,25 750 | 75 5 14 21
1N 968 B 20 18,8 21,2 6,2 25 0,26 750 | 756 5 15 19
1N 969 B 22 208 23,3 5,6 29 0,26 750 | 8 5 17 17
1N 970 B 24 228 1. 256 b2 33 0,26 750 | 8 5 18 16
1IN971 B 27 25,1 289 4,6 41 | 025 750 | 856 5 21 14
IN972 B 30 28 32 42 49 026 (1000 | 86 5 23 13
TIN973 B 33 31 35 38 58 026 |1000| 85 b 25 1
1IN974 B 36 4 38 34 70 025 11000 | 85 5 27 11
1IN975 B 30. 37 41 3.2 80 025 |]1000 | 9 5 30 98
1IN976 B 43 40 46 3 93 025 15001 9 5 33 8,7
1IN977 B 47 44 50 2,7 105 025 | 15600 9 5 36 8
1IN 978 B 51 48 b4 25 126 025 (15001 9 5 39 74
1N 979 B 56 52 60 22 150 025 [2000] 9 5 43 6,7
1N 980 B. 62 58 66 2 185 025 |20001} 9 5 47 6.1
1IN981 B 68 64 72 1.8 230 025 |2000 1| 9 5 52 5,6
1N 982 B 75 70 79 1,7 270 025 |2000 ]| 9 5 56 51
1IN983 B 82 77 87 15 330 0256 (30001| 9 5 62 4,6
1INO84 B e} | 85 96 1.4 400 025 | 3000 ]| 9 5 69 4,2
1N 985 B 100 94 106 1.3 500 025 | 30001 9 5 76 3.8
1N 986 B 110 104 116 1,1 750 025 |4000| 95 5 84 34
1N 987 B 120 114 127 1 900 025 |4500| 95 5 91 3.1
1N 988 B 130 124 141 0,95 1100 025 {5000 | 95 5 99 28
1IN 989 B 150 138 156 0,85 11500 025 | 6000 95 5 114 2,6
TN990 B 160 163 171 0,80 [1700 025 6500 | 95 5} 122 2,3
1IN991 B 180 168 191 0,68 |2200 0256 17100 | 95 b 137 2,1
1IN992 B 200 188 212 0,65 2500 0,25 | 8000 {10 5 162 1.5
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P (mwW)
Fig. 1 : 500
Puissance moyenne admissible en fonction
de la température ambiante 400
~
LN
300 l N
| N
i N
200 i N
|
¥ |
100 :
0 ' : tam.b (°c)
0 25 50 100 150 175
Rth (Oc/w)
Fig. 2 : 400
Variation de la résistance thermique
jonction ambiance en fonction de la
longueur des connexions.
300
——
.
el
200 ———
100 I {mm)
5 7 14 n 13 15 17 19 21 23 25
aT (104/°C)
Fig. 3 7 -
Coefficient de température o e
aVzy = AVzr en fonction
z TVz7 At
du Vz 1 (valeurs typiques & 12 7) 5 A
4 /‘/
3
2 //
, /
(o] VzT (V)
5 6 7 8 9 10 n 12 13
aT.(104/°C)
Fig. 4 : 10 I
Coefficient de température >
aVz =.A_\.{__Z_T_ en fonction 8 |- /~
Va1 At /
du VzT (valeurs typiques a 1z T) /
6 .
4
L
VzT (V)
) 5T

0 20 40 60 8o 100 120 140 160 180 200



4 " = 100 v

1 2 4 6 810 20 40 60 100 200

4 2/0/01/01-71
R
zT (U 103 .
., . 6 7
Fig. 5 : 4 > lzr=1mA
Résistance dynamique Rz en fonc- 2 v
tion du Vz pour différents courants P ‘
Iz (valeurs typiques). 102
6
4 N A1zt =5mA '
2
i ®
6 1 iz =10 mA
4 1 71
1
2 [', Izt =20 mA .
1 VzTt (V)
2 4 é 10 20 40 60 100 200
Rzt (§)) '
Fig. 6 : “;
Résistance dynamique Rz en fonc- 4 ~ .
tion du Iz (valeurs maximales) 2 ~ T
: [ 180 V
10 :
6 £120 V
: v ®
2 = 82v
Sy -y \\ |
10 s T [l 56 v
: = ®
4 N33V
2
b~
10 ™ 18V ‘
6
4 0V
2
1 IzT (m.
0.1 1 10 100
AvVz (V)
Fig. 7 : 10 ‘
.. . 6 .
Variation de la tension de zener : 4 7
pour une variation de Iz comprise
entre 10 % et 50 % du Izp (valeurs 2 ‘
typiques) mesure en continu et L
tamb = 25 °C. 1
6 V4
4 11 ‘
2 /
®
6
4
2 [
10°2 Vzr (V)
1 2 4 6 10 40 - 60 100 200
C (pF) '
Fig. 8 : 10
. . 6
Capacité C en fonction de la Py
L . 4 68V
tension inverse Vr (valeurs typiques).
2
o] 55V ®
6 T
4 |
2 — 24 V '
\ --\
10! — 7V
6 f & + .
-




@ 20010171 400 m\V

. IR (HA)

Fig. 9 : 10
Courant inverse Ir en fonction de la 6
tension de zener VzT (valeurs 4
typiques) mesures faites au VR 2
spécifié et tymp = 26 °C
1
[}
4
o 2
107" |—= \
® : 2
4 \
A\ -
2
. 102 VzT (V)
’ 1 2 4 6 10 20 40 60 100 200

. Ig (mA)
Fig. 10 :

Courant continu a |'état passant en
fonction de la chute de tension
continue {valeurs typiques) et
famb = 25 °C

400 T

200

100 }

80

60 I

40 f

20

10 Vg (V)
05 06 07 08 09 1 1)

‘Fig. 11: fla

Puissance de surcharge accidentelle

pplicable en inverse Prgp en

onction du temps d’application
{Impulsion rectangulaire et
tampb = 26 °C). 100

® o
: 40
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1 t (ms)
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122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
SILEC SEMICONDUCTEURS T161. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 756 117 01156

R.C. Paris 69 B 4332

DIODES ZENER (REGULATRICE DE TENSION)

AVRIL 1971

2/0/07/01-71

0 00000006006 OC0COCOCGCOCOOODOEEOEOOO

TYPES

IN4158B a 1N 41938B
68V a 200V

avec tolérance + 5 %

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion

Série : E 24

Mode de refroidissement : par convection {mode A)
Boftier : DO 29

Masse : 0,54

Marguage : n° du type, anneau blanc coté cathode

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage —-65a+175°C
Températures ambiantes maxi-
males de fonctionnement —65a+175°C

Température maximale de jonc-

tion virtuelle em fonctionnement . tyyg) = + 176 °C
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale)
avec longueur de chaque con-

Ren = 125 °C/W

nexion = 10 mm cf figure 2
Puissance maximale a

tamp = 50 °C P=1W *
Puissance de surcharge créte

accidentelle (t = 10 ms) P=20W **

Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent a
tamb = 50 °C

Courant direct continu maxi-
mal en régime permanent

(& tgmp =25 °C)

Izm cf tableau colonne 9

lo =0,75 A

* Pour une température différente cf figure 1

** Pour des temps différents cf figure 11

BOITIER DO 28

\

75308

26 mini

1,25maxi(voir nota)

234 maxi

9 maxi

/
—r

xi(voir nota)_|

26 minj,

0075355

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
é t amb = 25° c

Tension de régulation Vz min.

etVzt maxalzy : cf tableau colonnes 1 et 2
Résistance différentielle Rztmax

atzr : cf tableau colonnes 3 et 2
Résistance différentielle Rz

max a lzg cf tabieau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de
Vz nominal entre t; = 125 °C
etty =25°Ca lzT (valeur

typique) cf tableau colonnes 6 et 2
Courant inverse Ig @ Vg
spécifié cf tableau colonnes 7 et 8

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques

fait I'objet d’un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.



2 2/0/07/01-71 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
Vz Va7 (V) Izt | Rzt | lzxk | Rzx |aVz | Ir | VR | Izm
TYPES noms-
nal _ (mA) Q) (mA) | () |(104rC) (uA) (V) | (mA) ‘
(v) | ™m- | max. max. max. typ. | max. max.
1N 4158 B 6,8 6,4 7.2 37 35 1 700 4 150 52 | 140 .
1N 4159 B 7.5 7 791 34 4 05 700 4,5 100 5,7 | 130
1N 4160 B 82 7.7 8,7 | 31 4,5 05 700 4.8 50 62 | 110
1N 4161 B 9,1 85 96| 28 5 05 700 5,1 25 69 | 100 .
1IN 4162 B 10 9,4 10,6 | 25 7 0,25 700 55 25 7.6 94
1IN 4163 B 11 10,4 11,6 23 8 0,25 700 6 5 8,4 86
1N 4164 B 12 11,4 12,7 | 21 9 0,25 700 6,5 5 9,1 79 .
1N 4165 B 13 12,4 14,1 | 19 10 025 700 6,5 5 99 71
1N 4166 B 15 13,8 156 | 17 14 0,25 700 7 5 11 64
1N 4167 B 16 15,3 171 155 16 0,25 700 7 5 12 59 .
1N 4168 B 18 16,8 191 | 14 20 0,25 750 75 5 14 52
1N 4169 B 20 18,8 2121125 22 0,25 750 75 5 15 47
1IN 41708 22 20,8 233 | 1156 23 0,25 750 8 5 17 43 ‘
IN4171 B 24 22,8 256 | 105 25 0,25 750 8 5 18 39
1IN 4172 B 27 25,1 28,9 95 35 0,25 750 8,5 5 21 35
1IN 4173 8B 30 28 32 85 40 0.25 1 000 85 5 23 31 ‘
IN4174 B 33 31 35 7.5 45 0,25 1 000 85 5 25 29
1IN4175B 36 34 38 7 50 025 1000 85 5 27 26
1N 4176 B 39 37 a4 6,5 60 0,25 1 000 9 5 30 24 .
1N4177 B 43 40 46 6 70 0,25 1500 9 5 33 22
1IN 4178 B 47 44 50 55 80 0,25 1 500 9 5 36 20
1N 4179 B 51 48 54 5 95 0,25 1500 9 5 39 19 .
1N 4180 B 56 52 60 45 110 0,25 2000 9 5 43 17
1N 4181 B 62 58 66 4 125 0,25 2000 9 5 47 15
1N 4182 B 68 64 72 3,7 150 0,25 2000 9 5 52 14 ’
1N 4183 B 75 70 79 3,3 175 0,25 2000 9 5 56 13
1N 4184 B 82 77 87 3 200 0,25 3000 9 5 62 12
1N 4185 B8 91 85 96 28 250 0,25 3000 9 5 69 10 '
1N 4186 B 100 94 106 25 350 025 3000 9 5 76 9,4
1N 4187 B 110 104 116 2,3 450 0,25 4 000 9,5 5 84 8,6
1N 4188 B 120 114 127 2 550 0,25 4500 9,5 5 9 78 .
1N 4189 B 130 124 141 1.9 700 025 5000 9,56 5 99 7
1N 4190 B 150 138 156 1,7 1000 0,25 6 000 9,5 5 | 114 6,4
IN4191 B 160 163 171 16 1100 0,25 6500 95 5 | 122 58 ‘
1IN 4192 B 180 168 191 14 1200 0,25 7 000 95 5 | 137 5,2
1N 4193 B 200 188 212 12 1500 0,26 8 000 10 5 | 162 4,7
P (W)
Fig. 1 : 1 ®
Puissance moyenne admissible en
fonction de la température ambiante. \\
N ®
N
05 .
\\
\\ .
-
\ @
0 \ tamb {°c)

o 50 100 150 175
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. Ry (°C/W)
150
Fig. 2 :
Variation de la résistance thermique
. jonction ambiance en fonction de la
longueur des connexions (valeurs
typiques). 100
‘ l/
//
. 50
0 I (mm)
0 5 10 25
. : o1 (104/°C)
Fig. 3: 7
‘ Coefficient de température -
aVz = -A—VZ; en fonction °
z Vzt At
‘ . du VzT (valeurs typiques a |z 7). 5
4 ///
@ ;
@ 2
1
. VZT. (v)
Oy 5 6 7 8 9 10
ot (10°4/°C)
. Fig. 4 10
Coefficient de température
AVz
’ aVz = vZT—Zt— en fonction 8 % -
du VzT (valeurs typiques a Iz T).
® °
N
i
. Vle (v)
% 20 40 60 80 200
. Rzt (D
F|g 5: 1000
. . 600
Résistance dynamique Rz en fonc- 400
. tion du Vz pour différents courants
Iz (valeurs typiques) 200
‘ 100
60
40
® -
10
6 S
@ ‘
2 N
YIZT v)
‘ I 2 T 6 10
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Fig. 6 : 10000

Résistance dynamique Rz en fonc- 4000
tion de |z (valeurs maximales). 2000

i

00 E| i.‘h \ 120V

»
(=]
fa

»o
83
f:
8
<

F10 v

@
0) 02 04 06 1 2 4 6 10 20 40 60 100 200 400 600 1000

Avz (v,

Fig. 7 :

Variation de la tension de Zener

pour une variation de |z comprise

entre 10 % et 50 % de Izp (valeurs

typiques} Mesure en continu et

tampb = 25 °C. 10

N
\
\

VzT (V)
IJ

1 2 4 6 10 20 40 60 100 200

C (PF)
Fig. 8 : 1000 =y
600 ; 68
400

Capacité C en fonction de la tension
inverse Vg {valeurs typiques).

wo+—<

[
<

200

100 2av
60

40 =

20 T T —— [T~ 56 V

r180 v

Vg (V)
)

1 2 4 6 10 20 40 60 100 200
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IR (LA)
Fig. 9 : 10 I
Courant inverse Iz en fonction de
la tension de Zener Vzt (valeurs

typiques). Mesures faites au Vg 2
spécifié et tamp = 25 °C.

0.6
04

02

01

006 ~
004

002

Vg (V)
0.01 M

1 2 4 6 10 20 40 60 100 200

I (mA)

. ) 1000
Fig. 10 : 900
Courant continu & I'état passant en 800

fonction de la chute de tension 700 |
continue (valeurs typiques). 600 I

500
400 I

300

200

100
90
80
70

60
50

40

30

20

, VE (V)
oz 06 08 1 12 F

P (W)
Fig. 11 : 10000

. . 6000
Puissance de surcharge accidentelle 4000

applicable en inverse Prgm en

fonction du temps d’application. 2000
(Impulsion rectangulaire et

tamb = 25 °C). 1909

400

200

s 888

t {ms
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DIODE ZENER

(regulatrice de tension)

PARIS 28 580

69, rue de Monceau - 75008 PARIS
SILEC SEMICONDUCTEURS  Tél. : 522-60-50 - Telex :

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 75 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332

JANVIER 1974

2/0/20/12-73

00000000000 COCOCOCOCBOOONOCGOOGO

PL3V3ZaPL200Z

33vaaoov

avec tolérance * 5%

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : alliage - diffusion

Série : E24

Mode de refroidissement : par connection (mode A}
Boitier : plastique, normalisation CCTU : F126
Masse : 0,4¢

Marquage : n° du type, anneau coté cathode

VALEURS LIMITES

Températures maximales de stockage : —55°Ca+ 150° C

Températures ambiantes maximales

de fonctionnement

Température virtuelle maximale de

jonction en fonctionnement

Température maximale des connexions

4 au moins 5 mm du corps du boftier : t| = 300° C pendant
3 secondes max

—55°Ca+150° C

t(vj) =+ 150° C

Résistance thermique jonction-

ambiance avec longueur de chaque

connexion L = 10 mm et un radiateur

infini (valeur maximale) Rth = 100° C/W
Avec L = 10 mm, tamb = tconnexion = 50° C, et

dans les conditions de montage n° 1

Puissance maximale : P=1W*
Puissance de surcharge créte

accidentelie (t= 10 ms) : P=30W**
Courant inverse continu maximal

en régime permanent IZzm cf. tableau
Courant direct créte maximal “colonne 7
en régime permanent : IFM=1A

Cas d’utilisation sur circuit imprimé : cf. figure 2

L

note1 Lj

L1 note

millimétres

inches

min

max

min

max

L1

0,76

2,95

6,05
26

0,85
3,05
6,35

1,27

-0.029
0.116
0.238
1.023

0.034
0.120
0.250

.| 0.050

n° de code France :

F126

1 - Zone a l'intérieur
de laquelte @ by n’est
pas contrdlé.

2 - Longueur min,
du dispositif avec ses
sorties pliées & angle
droit :

15 mm (0.59")

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
dtamb= 25° C L= 10 mm (montage n° 1) :

Tension de régulation VZT min et

VzT mexalzT
Résistance différentielle RzT max a

Izt

: cf. tableau colonnes 1 et 2

: cf. tableau colonnes 3 et 2

Coefficient de température de V2
nominal entre t, = 125° C et

t; = 25° C a Iz (valeur typique) : cf. tableau colonnes 4 et 2
Courant inverse IR a VR spécifié

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques et
mécaniques fait I'objet d’un contréle de qualité avec NP et NQA

garantis.

* pour un mode de fonctionnement différent et des températures différentes : cf. figure 1

** pour des temps différents : cf. figure 10

: cf. tableau colonnes 5 et 6




2/0/20/12-73
1 2 3 4 5 6 7
TYPES vz
nom VzT (V) Izt Rzt aVz IR VR Izm
wa | @ |ootral @R | w (mA)
) min max . wA)
max. typique max. max.
PL3V3Z 33 31 35 100 10 -6 - - 285
PL3V6Z 36 34 38 100 10 -55 - - 260
PL3VOZ 39 37 a1 100 7 -5 - - 240
PL4V3Z 43 40 46 100 7 -4 - - 215
PL4AV 72 47 4,4 5.0 100 7 -2 - - 200
PLEV12Z 5,1 48 5.4 100 5 1 - - 185
PLEV6Z 5,6 5.2 6.0 100 2 2,5 - - 165
PL6V22Z 6.2 5.8 6.6 100 2 3,2 - - 150
PL6VSBZ 6.8 6.4 7.2 100 2 4 - - 140
PL7V52Z 7,5 7 79 100 2 45 1 2 130
PL8V2Z 8,2 7.7 8,7 100 2 48 1 35 110
PLOV12Z 9,1 8,5 9,6 50 4 5,1 1 35 100
PL10Z 10 9,4 10,6 50 4 5,5 1 5 94
PL11Z 1 10,4 11,6 50 7 6 1 5 86
PL12Z 12 1,4 12,7 50 7 6.5 1 7 79
PL13Z 13 12,4 14,1 50 10 6,5 1 7 71
PL152Z 15 138 15,6 50 10 7 1 10 64
PL162Z 16 15,3 17,1 25 15 7 1 10 59
PL182Z 18 16,8 19,1 25 15 75 1 10 52
PL20Z 20 18,8 21,2 25 15 75 1 10 47
PL22Z 22 20,8 23,3 25 15 8 1 12 43
PL24 Z 24 22,8 25,6 25 15 8 1 12 39
PL27 2 27 25,1 28.9 25 15 8,5 1 14 35
PL30Z 30 28 32 25 15 8,5 1 14 31
PL33Z 33 31 35 25 15 8,5 1 17 29
PL36Z 36 34 38 10 40 8,5 1 17 26
PL39Z 39 37 a1 10 40 9 1 20 24
PL43Z 43 40 46 10 45 9 1 20 22
PL47Z 47 44 50 10 45 9 1 24 20
PL512Z 51 48 54 10 60 9 1 24 19
PL 56 Z 56 52 60 10 60 9 1 28 17
PL62Z 62 58 66 10 80 9 1 28 15
PL68Z 68 64 72 10 80 9 1 34 14
PL752Z 75 70 79 10 100 9 1 34 13
PL82Z 82 77 87 10 100 9 1 a1 12
PLO1Z 91 85 96 5 200 9 1 41 10
PL 100 Z 100 94 106 5 200 9 1 50 9,4
PL110Z 110 104 116 5 250 9,5 1 50 8,6
PL120Z 120 114 127 5 250 9,5 1 60 7.8
PL130Z 130 124 141 5 300 9,5 1 60 7
PL 150 Z 150 138 156 5 300 9,5 1 75 6.4
PL 160 Z 160 153 171 5 350 9,5 1 75 5.8
PL180Z 180 168 191 5 350 9,5 1 90 5,2
PL 200 Z 200 188 212 5 350 10 1 90 5 .




2/0/20/12-73 3 .
. P (W)
Fig. 1" — Puissance maximale
admissible en fonction de la
‘ température ambiante avec
L =10 mm.
. Point de mesure tamb (° C)
de teonnexion
. {Montage n° 1) — RADIATEUR INFiNI Y
100 150
. tconnexion
’ Rth (° c/w)
Fig. 2 — Résistance thermique
. jonction-ambiance en fonction 100
de la longueur des connexions
(valeurs typiques)
. Courbes : 80
1 - Circuit imprimé (montage n° 2)
2 - Radiateur infini (montage n° 1)
® .
¢ »
® . 0
‘ - 20 L (mm)
10
‘ Soudure 5 15 20 25
CIRCUIT IMPRIME — (Montage n° 2)
Rth (o C/W)
‘ Fig. 3 — Résistance thermique 133 s
transitoire en fonction de 6 {8 +—
Fimpulsion t (valeurs typiques) s
. et montage n° 1 avec L =10 mm 4 _ -
— $§=05
2 J |
| f/
=0,2
M =y
) o = we:
T [ 5 =0,05 L
> 4= =09 ="
rapport cyclique §=-\- -
R T | 1,
8 — 1correspond a une 2 o
utilisation continue 5 t (s)
8 — Ocorrespond ades 14{ i
impulsions non 10 . ” p 2
récurrentes 103 102 10 10 10
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aVz (10%/° C) ‘
Fig. 4 — Coefficient de température  +8 L ——
~
aVz= avzr en fonction du VzT 6 — S
VzT At > ‘
+4 A
{valeurs typiques a izT) L'/
Montage n° 1 avec L = 10 mm +2 / .
/
0
/
2 I .
a4 IL
=y 41 @
VzT (V)
- — @
0 10 20 30
aVz (104/° C) ‘
Fig. 5 — Coefficient de température 10 ‘
aVz= 2YZT  ¢n fonction de VzT . /’
VzZT AT 8 ,/
{valeurs typiques alzT) / .
Montage n” 1 avec L = 10 mm 6
4
2
s VzT (V) ‘
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 ‘
il ®
Fig. 6 — Résistance dynamique RzT 18 T — Z i1 =8 mA
en fonction du VzT pour différents ﬁ 7
courants IzT ‘
{valeurs typiques). 2 P
ﬂé‘ %
FFizr=25mA ‘
4 ra} m,
2
, — °
8
6
’ @
2 IzT =100 mA VZT (V)
- 1]
2 4 6 810 20 40 6080100 200 .




I 2/0/20/12-73 5
Fig. 7 — Courant inverse IR en 18‘
. fonction de la tension zener VzT 2
(valeurs typiques).
Mesures faites au VR spécifié et 2
‘ tamb =25° C , 8, !
6
4
@ :
L :
2 vzT (V)
o 111
40 60 80100
PRsM (W)
v 4
‘ Fig. 8 — Puissance de surcharge '8
accidentelle applicable en inverse 2
PRSM en fonction du temps S\
‘ d’application. 2 \
(Impulsion rectangulaire et 131
tamb = 25° C). 8
@ ‘
2
® g
6
4 uu
. 2 t {ms)
10' 8]
. 162 6 810'




122, rue Nollet - 75 - PARIS 17° AVRIL 1971
SILEC SEIH CONDUCTEURS  T6é1. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 75 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332 2/0/15/01-71

DIODES ZENER (REGULATRICE DE TENSION)

© 0 0000000000000 0000 OO oo

ZF5AR a ZF18B
56V a 180V
avec tolérance £ 10 %

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : Silicium -1 Omaxi 25
Technologie : double diffusion % = !

-~ £ ]
Série: E12 g E
Mode de refroidissement : par convection {mode A) I E O maxi 5,7
Boftier : DO 13 normalisation CCTU : F 61 A “@mini 547

Masse : 156g
Marguage : n°® du type anneau noir cote cathode

VALEURS LIMITES

Températures maximales

de stockage : —5Ba+ 150°C Q 0807
Températures ambiantes maxi-
males de fonctionnement : =653+ 150°C

Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-

ment © vy =+150°C
Résistance thermigue jonction
ambiance (valeur maximale) . Rin=125°C/W
Avec longueur de chaque
connexion = 25 mm . cf fig. 2
Puissance maximale
dtamp=26°C * : P=1W
Puissance de surcharge créte
accidentelle (t =10 ms) ** : P=30W
Courant inverse continu CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
maximal en régime permanent - o
dtamb=26°C . lzm cf tableau colonne 7 at amb 25 C )
Courant direct continu maximal Zte{l/smng: réégtjlatlon VzT min f tabl | Tet2
en régime permanent zT x. 7 : cf tableau colonnes 1
3tamp = 25 °C Cle=1A I\Réystance différentielle Rzt max
alzyt : cf tableau colonnes 3 et 2
* Pour une température différence cf figure 1 Résistance différentielle Rz max
** Pour des temps différents cf figure 9 alzk . cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de

Vz nominal entre ty = 125 °C et

t1=25°Calzrt

(valeur typique) : cf tableau colonnes 6 et 2

La conformité des valeurs limites des caractéristiques
électriques fait I'objet d’un contrdle de qualité avec
NP et NQA spécifié.
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, ®
1 2 3 4 5 6 7 .
Vz Vzr (V) Izt Rzt Izk Rzk aVz Izm
TYPES nominal min, max. {mA) Q) (mA) ) (10-4/°C) {mA)
V) max max. typ. max. .
ZF 5AR 5,6 5 6,0 70 4 2 700 25 160
ZF 6A 6.8 6,1 75 56 45 2 700 4 130 ‘
ZF 8A 82 74 9,1 48 556 2 700 4.8 110
ZF10A 10 9 11 40 6,5 1 700 5,5 91
ZF 12 A 12 105 13,5 3 8,7 1 700 6,6 77 ‘
ZF 15 A 15 13 16,5 27 115 1 700 7 68
ZF 18 A 18 16 205 22 16,5 1 750 75 50
ZF 22 A 22 20 245 18 218 1 750 8 41 .
ZF 27 A 27 24 30 15 28 05 750 8,5 33
ZF 33 A 33 29 36 12 38,8 05 1000 8,5 28
ZF 39 A 39 35 43 10 51 05 1000 9 23 .
ZF 47 A 47 42 52 85 66 0,5 1500 9 19
ZF 56 A 56 50 62 7.1 92 05 2000 9 16
ZF 68 A 68 61 75 59 122 0,5 2000 9 13 ‘
ZF 82 A 82 74 9N 49 184 05 3000 9 1
ZF 108 100 a0 110 4 280 0,5 3000 9 9,1
ZF 12B 120 105 135 3,3 425 05 4500 95 7.7 .
ZF 158 150 130 165 2,7 670 0,5 6000 9,5 6,2
ZF 18B 180 160 205 2.2 1100 0,5 7000 95 5 .
P (W)
Fig. 1 : 1 ~ ®
Puissance moyenne admissible en |
fonction de la température ambiante !
|
| i o
\\\
0.5 | NG .
) i
- °
| ™
l \\tamb (°c) .
' .
0 ]
25 50 100 150 ‘
Ren (°CW)
Fig. 2 : .
Variation de la résistance thermique 100
jonction ambiance en fonction de la
longueur des connexions
(valeurs typigues) % ‘
80
o o
® @
50
40 ‘
30 | (mm}
0 5 10 15 20 25 ‘
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aT (10%/°C)
Fig. 3: o —
Coefficient de température
Vz1 .
a =—%— en fonction
z VzT At
du Vz (valeurs typiques a lz) v
4 //
2
Vzr (V)
o J
4 8 10 12 14
aT (104/°C)
10
Fig. 4 :
Coefficient de température
8
AVzt .
aVz =———= en fonction
V1 At
du VzT (valeurs typiquesa lzT) o
4
Al
Vzt (V)
o 2T
[¢] 80 120 160 200
' RZT(Q)
Fig. 5 :
Résistance dynamique Rz en
fonction de |z (valeurs maximales)
1000
180V
-~ 1
—— ™ 100 V
100 — A
= 56 V
—
—_—— - 33V
N~~ )
10 18V
10V
Iz AmA)
] bt L.l l)
Avzy(v) 0] 1 10 100
, 100
Fig. 6 :
Variation de la tension de zener
pour une variation de !z comprise
entre 10 % et 50 % de Iz (valeurs
typiques) mesure en continu et 10
tamp = 25 °C 7
V4
y
1 P
vzt (V)
0,1 e
1 10 100
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C (pF) .
) 104
Fig. 7 :
Capacite C en fonction de la .
tension inverse VR
valeurs typiques
°
X
— .
— R 5 RV}
= o
—— -\N
]02 P ~~’-~- ; —— 5‘6 \
- 100 V ‘
-
o 180 V
l I VR (V) .
10!
1 10 100 1000
I
F (A) 1 .
Fig. 8 :
Courant continu 3 I'état passant en 1 ‘
fonction de la chute de tension
continue (valeurs typiques) 05 I
tamb = 25°C I .
0,2 Il
01
0,05 .
°
v ®
0.01 E (V)
0,4 0,6 0.8 1 1,2 1.4
P w) o
104
Fig. 9 :
Puissance de surcharge accidentelle — ‘
applicable en inverse PRgm en —
fonction du temps d’application 3 SN
{Impulsion rectangulaire) 10 ‘
et tymp = 26 °C ~
\‘
X @
102 \d“\ '
B,
= @
10! t (ms) ‘
0,01 0,1 1 10



122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
SILEC SEMICONDUCTEURS 161. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 28375 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332

DlODES ZEN ER (REGULATRICE DE TENSION)

AVRIL 1971

2/0/14/01-71

© 000 0000000600600 000HM»OOG®OOOP

TYPES

IN3016 B a IN30518B
68V a 200V
avec tolérance * 5%

DONNEES GENERALES :

Nature du semi conducteur : Silicium

Technologie : double diffusion

Série : E 24

Mode de refroidissement : par convection (mode A}
Bottier : DO 13 normalisation CCTU : F 61

Masse : 1,6 g

Marguage : n° du type, anneau noir cdté cathode

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage —65a+175°C
Températures ambiantes maxi-
males de fonctionnement —65a+175°C

Température maximale de jonc-
tion virtuelle en fonctionnement

: vy =+175°C
Résistance thermique jonction
ambiance (valeur maximale)
avec longueur de chaque con-

Rth = 125°C/W

nexion = 25 mm cf figure 2
Puissance maximale 1 W a

tamp =D0°C* P=1W
Puissance de surcharge créte

accidentelle (t= 10 ms) ** P=30W

Courant inverse continu maximal
en régime permanent a

tamb = 25°C

Courant direct continu maxi-
mal en régime permanent
dtymp=26°C

Izm cf tableau colonne 9

lo=1A

*  Pour une température différente cf figure 1
** Pour des temps différents cf figure 11
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
a t amb = 25° c

Tension de régulation

Vz1 minetVzt max a lzt
Résistance différentielle
Rzt max a Izt

Résistance différentielle
Rzk alzk

cf tableau colonnes 1 et 2
cf tableau colonnes 3 et 2

cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de
Vz nominal entre tp = 125 °C
ett; =26°C alzy (valeur ty-

pique} : cf tableau colonnes 6 et 2
Courant inverse |g &8 VR
spécifié cf tableau colonnes 7 et 8

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques

fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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2 [
1 2 3 4 5 6 7 8 9 '
vy Vzr (V) P23 Rzt Izk Rzk |aVz | Ir VR | lIzm ‘
TYPES nomi- mA) | (@ | (mA)| (Q) [1odecl| wWA) | (V) | (mA)
nal min max. max max typ max max
W) ®
1N 30168 6,8 6,4 72| 37 35 1 700 4 150 52 | 140
1IN 3017 B 75 7 791 34 4 05 700 45 100 57 | 130 ‘
1N 3018 B 8,2 7.7 8,7 31 45 05 700 4.8 50 62 110
1N 3019 B 9.1 85 96| 28 5 05 700 5,1 25 6,9 | 100
1N 3020 B 10 94 106 | 26 7 0,25 700 5,6 25 76| 94 .
1N 3021 B 11 10,4 16| 23 8 025 700 6 5 84| 86
1N 3022 B 12 1.4 1271 21 9 0,25 700 65 5 9,1 79
1N 3023 B 13 12,4 14,1 19 10 0,25 700 6,5 5 99 71 .
1N 3024 B 15 13,8 156 | 17 14 0,25 700 7 5 11 64
1N 3025 B 16 15,3 171 ] 155 16 0,25 700 7 5 12 59
1N 3026 B 18 -16,8 191 14 20 0,26 750 7.5 5 14 52 ‘
1N 3027 B 20 18.8 212 | 125 22 0.256 750 75 5 15 47
1N 3028 B 22 208 233 115 23 0,25 750 8 5 17 43
1N 3029 B 24 22,8 26| 105 25 0,25 750 8 5 18 39 ‘
1N 3030 B 27 2571 28,9 9,6 35 0,25 750 8,5 5 21 35
1N 3031 B 30 28 32 85 40 0,25 1000 8,5 5 23 31
1N 30328B 33 31 35 7.5 45 0,25 1000 85 5 25 29
1N 3033 B 36 34 38 7 50 0,25 1000 8,5 5 27 26 .
1N 3034 B 39 37 4 6,5 60 0,25 1000 9 5 30 24
1N 3035 B 43 40 46 6 70 025 1500 9 5 33 22
1N 3036 B 47 a4 50 5,5 80 0,25 1500 9 5 36 20 .
1N 3037 B 51 48 54 5 95 0,25 1500 9 5 39 19
1N 3038 B 56 52 60 4,5 110 0,25 2000 9 5 43 17
1N 3039 B 62 58 66 4 125 0,25 2000 9 5 47 15 ‘
1N 3040 B 68 64 72 3.7 150 0,256 2000 9 5 52 14
1N 3041 B 75 70 79 3.3 175 0,25 2000 9 5 b6 13
1N 3042 B 82 77 87 3 200 0,25 3000 9 5 62 12 .
1N 3043 B 91 85 96 28 250 0,25 3000 9 5 69 10
1N 3044 B 100 94 106 25 350 0,25 3000 9 5 76 94
1N 3045 B 110 104 116 2,3 450 0,25 4000 95 5 84 8,6 ‘
1N 3046 B 120 114 127 2 550 0,25 4500 95 5 9 7.8
1N 3047 B 130 124 14 19 700 0,25 5 000 9,5 5 a9 7 1
1N 3048 B 150 138 156 1,7 1000 0,25 6000 95 51 114 6.4 .
1N 3049 B 160 153 171 1,6 1100 0,25 6500 9,6 51 122 5,8
1N 3050 B 180 168 191 14 1200 0,25 7 000 9,5 5 | 137 52
1N 3051 B 200 188 212 1,2 1500 0,25 8 000 10 5 162 4,7 .
P (w)
Fig. 1 : ! ‘
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Fig. 2 :

Variation de la résistance thermique
jonction ambiance en fonction de la
longueur des connexions (valeurs
typiques).

Fig. 3:
Coefficient de température
AVzt

en fonction du VzT (valeurs
typiques a lzT).

Fig. 4 .

Coefficient de température
AVzy

(4 VZ = VZT AT

en fonction du Vz1
{valeurs typiques & Iz7).

Fig. 5 :

Résistance dynamique Rz en fonction
du Vz pour différents courants |z
(valeurs typiques).
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4
Rzt (£ '
. 4
Fig. 6 : 10
Résistance dynamique Rz en fonction '
de |z (valeurs maximales). S
103 —
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Fig. 7 : 100
Variation de la tension de Zener
pour une variation de |z comprise '
entre 10 % et 50 % de Izp (valeurs
typiques) - Mesure en continu et
tamb =25°C. 10 .
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Fig. 8 : 104 ‘
Capacité C en fonction de la tension
inverse Vg (valeurs typiques). ‘
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Fig.9:
Courant inverse Ir en fonction de la
tension Zener VzT (valeurs typiques)

mesures faites au VR spécifié et
tamb = 25 °C.

Fig. 10

Courant continu a |'état passant
en fonction de la chute de tension
continue (valeurs typiques) a

Fig. 11 :

Puissance de surcharge accidentelle
applicable en inverse Prgym en
fonction du temps d‘application.
{impulsion rectangulaire et

tamb = 256 °C).
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69, rue de Monceau - 75008 PARIS NOVEMBRE 1973
SILEC SEMICONDUCTEURS Tél. . 522-60-50 - Télex - PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 28375 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332 2/0/19/09-72

DIODES ZENER
(REGULATRICE DE TENSION)

QCQQQ.CQCQQQQCC-Q.Q’

BZvi6 Cv8 & BzZV16C100

68V a 100V*

avec tolérance * 5%

* autres tensions, nous consulter,

DONNEES GENERALES

Nature du semi-conducteur : silicium

Technologie : double diffusion

Série : E 24

Mode de refroidissement : par convection (mode A)
ou par conduction {mode C)

Boitier : DO 13 normalisation CCTU : F 61

Masse : 1,59

Marquage : n® du type,anneau noir cote cathode.

VALEURS LIMITES

Températures maximales

de stockage :— 65°C a + 175°C
Températures ambiantes maxi-
males de fonctionnement :—65°C a + 175°C

Température maximale de
jonction virtuelle en fonctionne-
ment D Yyj) =+ 175°C

Avec longueur de chaque connexion
= 10 mm et un radiateur infini :

Résistance thermique jonction — ambiance

{ou résistance thermique jonction — connexion) :
Rth = 50°C/W

Avec L= 10 mm , tamb = tconnexion = 25°C

et dans les conditions de montage n°® 1:

Puissance maximale P =3w**

Puissance de surcharge
créte accidentelle (t =10ms) P = 50W ***

Courant inverse continu maximal

en régime permanent IZMm cf tableau colonne 9

Courant direct créte maximal
en régime permanent IFM =3A

Cas d’utilisation sur circuit imprimé : cf figure 2

millimeétres inches

max. { min. | max.

0,87
5,70

1. zone a {'intérieur

de laquelle le @by
2,50 n‘est pas contrdlé,
9,00 2. longueur min. du

14,45 dispositif avec ses

sorties pliées & angle

droit : 21 mm

4.00 | — {0.826").

n° de code CE} : A 19
n° de code France : DO 13/F 61
n® de code Etats-Unis : DO 13

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Atamb =25°C L= 10 mm (montage n°® 1) :

Tension de régulation VZT min.

et VzTmax 3 lzT : cf tableau colonnes 1 et 2
Résistance différentielle RzT max
alzr : cf tableau colonnes 3 et 2

Résistance différentielle RzK

max a Iz : cf tableau colonnes 5 et 4
Coefficient de température de

Vz nominal entre t2 = 125°C

ettq =25°C a IzT (valeur

typique) : cf tableau colonnes 6 et 2
Courant inverse IR 3 VR

spécifié 1 cf tableau colonnes 7 et 8

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait |'objet d’un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.

**  pour un mode de fonctionnement différent et des températures différentes : cf figure 1

* % ¥

pour des temps différents : cf figure 10



{montage n° 1) RADIATEUR INFINI

2 2/0/19/09-72
v 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Types nofn VzT (V) Izt Rzt I1zK Rzk | V2 IR VR 1zm .
T (mA) () (mA) () [10*4/oC) (pA) v) (mA)
min. max. max. max. typ. max. max. .
BZV 16 C 6V8 6.8 6,4 7,2 74 3,5 1 700 4 150 52 420
BZV 16 C7V5 7,5 7 79 68 4 0,5 700 45 100 5,7 380
BZV 16 C8V2 82 . 7.7 8,7 62 45 0,5 700 4,8 50 6,2 350 ‘
BZV 16 C 9V1 9,1 8,5 9,6 56 5 0,5 700 51 25 6,9 310
BZV 16 C 10 10 9,4 10,6 50 7 0,25 700 55 25 7,6 280
BZvi16C 11 1" 10,4 11,6 46 8 0,25 700 6 5 8,4 260 .
BZv 16 C 12 12 1,4 12,7 42 9 0,25 700 6,5 5 9,1 240
BZV16C 13 13 12,4 14,1 38 10 0,25 700 6,5 5 9,9 210
BZV16C 15 15 13,8 15,6 34 14 0,25 700 7 5 " 190 ‘
BZV16C 16 16 15,3 171 31 16 0,25 700 7 5 12 175
BZvV16C 18 18 16,8 19,1 28 20 0,25 750 7.5 5 14 155
BZV16C 20 20 18,8 21,2 25 22 0,25 750 75 5 15 140 .
BZV 16 C 22 22 20,8 23,3 23 23 0,25 750 8 5 17 130
BZv 16 C 24 24 22,8 25,6 21 25 0,25 750 8 5 18 115
BZvV 16 C 27 27 251 28,9 19 35 0,25 750 8,5 5 21 100 .
BZv 16 C 30 30 28 32 17 40 0,25 1000 8,6 5 23 95
BZvV 16 C 33 33 31 35 15 45 0,25 1000 8,5 5 25 85
BZvV 16 C 36 36 34 38 14 50 0,25 1000 8,5 5 27 80 ‘
BZV 16 C 39 39 37 41 13 60 0,25 1000 9 5 30 70
BZV 16 C 43 43 40 46 12 70 0,25 1500 9 5 33 65
BZvV 16 C 47 47 44 50 1" 80 0,25 1500 9 5 36 60 .
BZV 16 C 51 51 48 54 10 95 0,25 1500 9 5 39 55 |
BZV 16 C 56 56 52 60 9 110 0,25 2000 9 5 43 50 |
BZV 16 C 62 62 58 66 8 125 0,25 2000 9 5 47 45 ‘
BZvV 16 C 68 68 64 72 7 150 0,25 2000 9 5 52 42 ‘
BZv16C 75 75 70 79 6,5 175 0,25 2000 9 5 56 38
BZV 16 C 82 82 77 87 6 200 0,25 3000 9 5 62 35 .
BZvV 16 C 91 91 85 96 5,6 250 0,25 3000 9 5 69 31
BZV 16 C100 100 94 106 5 350 0,25 3000 9 5 76 28 .
P(w) ‘
Fig. 1 — Puissance maximale 3
admissible en fonction de la k \\
; \ N L= 15 mm ‘
température ambiante pour N \ \/,
différentes longueurs de - N
connexion. NG N L=10 mm
2 N S o
N
Point de mesure de t¢ L L. 25 mm 7N N\
L 2 ®
NN
L : SNONS
NN
S t |
N amb—og)
tcolnnexion'
| |
0 20 40 60 80 100 120 140 160 175
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Pw)

Fig. 2 — Cas de montage sur 2 N
circuit imprimé.

® en convection naturelle :
diode munie d’un clips de \\

refroidissement type DE 8265 N
ou -
® avec une ventilation de ;

1 m/s : diode nue

Puissance moyenne admissible \\
en fonction de la température
ambiante avec L= 10 mm

tamb (°C)
|

0 50 100 150 175

CIRCUIT IMPRIME

soudure clips DE 8265
- {montage n°2) {montage n°3)

Reh(°C/W)

Fig. 3 ~ Résistance thermique
jonction.ambiance en fonction
de la longueur des connexions
(valeurs typiques)

100

Courbes :

1
2
50 3
1 - circuit imprimé (montage n°3) I
- circuit imprimé avec clips
DE 8265 (montage n° 2)
3 - circuit imprimé, ventilé 1 m/s
{montage n° 3} 0
4 - radiateur infini (montage n° 1) 5 7 9 " 13 15 17 19 21 23 25

L{mm)
]
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Rth(°C/W) ‘
Fig. 4 — Résistance thermique ig 8 = 1\ R
transitoire en fonction de §=0 BIEY
I'impulsion t } LT - H:f: .
(valeurs typiques) et montage 20 PH’TBI = 0.2"_,— = /::_
_ st . -
n° 1 avec L= 10 mm. N LTS - O,M//-"' 5/
: o
— 005:
T
4 5 - 002[T” [L
Lt » 9%
T 2 Mo
rapport cyclique § = _t_ /' i J ‘
T 1
& — lcorrespond 3 une 08
utilisation continue. 8g 11 ' .
& — Ocorrespond a des 1032 4 681022 46810'2 4681 2 46810 2 4 68102t(s)
impulsions non récur-
rentes. ‘
aVz (10-4/°C)
Fig. 5 —Ceefficient de température 7 — '
——
aVz = _A\/lr__ 6
VzT At
en fonctiondu VzT 5 ‘
(valeurs typiques a I zT) /r
et montage n® 1 avec L= 10 mm 4 7 ‘
3
: L
! @
VzT(V)
0 Jd
4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ‘
aVz (10-4/°C)
Fig. 6 — Ceefficient de température ‘
avz = _Avzt .
~ vzt At
en fonction du VzT 10
(valeurs typiques a I12T)
et montage n° 1 avec L= 10 mm. 8 e .
~
6 i
7 o
4 /
: |
VZzT (V)
]
0 20 40 60 80 100 ‘
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‘ AVz (V)
. - . 102
Fig. 7 — Variation de la tension 8
de zener pour une variation de 17 2
‘ comprise entre 10% et 35% de Izm
{valeurs typiques) mesure en continu 2
et tamb = 25°C et montage n° 1 10" |
. avec L= 10 mm g
4
® : i
1
8 —
6
| ‘
2
VzT (V
' 10 1 lZ.lr] )
1 2 4 6 810 2 4 6 8102 2
IR(pA)
® o
Fig. 8 — Courant inverse IR 8| :
en fonction de la tension Zener VzT 2 T
. (valeurs typiques) mesures faites au
VR spécifié et tzmp = 25°C. 2
18 + -4
o c ‘
4
2 \
o \_
8 H
6 A
o :
2
102 vzriv)
. 1 2 4 6 810 2 4 6 810° 2
IEm (A)
‘ Fig. 9 — Courant directe créte IfFm
en fonction de la chute de tension
créte VEM (valeurs typiques)
‘ 3 1ymb = 25°C et montage n° 1
avec L= 10 mm
3 /
® 2 /
L '
. I
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o ‘
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‘ 1072 L
06 07 08 09 1



D.V.P 237 80 09

6 2/0/19/09-72
PRsMm (W)
Fig. 10 - Puissance de surcharge !
accidentelle applicable en inverse 6
en fonction du temps d’application. 4 &
1 impulsion rectangulaire et 2 -
tamb =25°C 103 \h
montage n° 1 avec L= 10 mm g
4
2 ;
102
6
4 w e
2
10'
102 2 4 6 810 2 8 1 2 4 6 810 tims)
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DIODES ZEN ER (REGULATRICE DE TENSION)

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 75 117 0115
R.C. Paris 69 B 4332

AVRIL 1971

2/0/11/01-71

AW

0000000 000COCOCOOOOOEDNDOOOOOTO

TYPES

4GZ10A
v

s

a
a

4GZ188B
180 V

avec tolérance + 10 %

DONNEES GENERALES

Nature du Semi-conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé
Série : E 12

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)
Boftier : D04 normalisation CCTU : F9

Masse : 7 g

Marguage : n° du type, sens de conduction sur le corps

de la diode

cathode reliée électriquement au boitier
anode reliée électriquement au boftier :
marquage : n° du type suivi de I'indice R

Coupledeserrage : 2m AN

VALEURS LIMITES

Températures de stockage

Températures maximales de
boftier en fonctionnement

Température maximale de jonc-

tion virtuelle en fonctionnement :

Résistance thermigue jonction
boitier (valeur maximale}
Puissance maximale

(8 tcgse = 75°C)

Puissance de surcharge créte
accidentelle (t = 10 ms)
Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent (&
Courant direct continu maxi-
mal en régime permanent

(8 tease= 25 °C)

— 654+ 150°C
—6b6a+160°C

tyvyy =+ 160°C

Rth = 10°C/W
P=4W *
P=50W **

Izpm cf tableau colonne 8

lo=1A

* Pour une température différente cf figure 1
** Pour des temps différents cf figure 8

BOITIER DO 4

o214 11102
4 maxi .
ll z
. S 3
N ‘&
=
<
Exl = 1
g | & ‘
)| E.!L
S| o~
Ty
6 pans 11 sur plats
=
482 pas 0794
' 10-32 UNF 2A

: 5 Rondelle DE 5

%

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
é t case = 25° c

Tension de régulation Vz1 min
etVzr max alizr

Résistance différentielle Rz

cf tableau colonnes 1 et 2

max a lzt cf tableau colonnes 3 et 2
Résistance différentielle Rz
max a lzk cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de
Vz nominal (valeur typique)
entrety) = 125°Cet ty =25°C
alzr cf tableau colonnes 6 et 2
Lq confgrmité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I’objet d'un contréle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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0 20 40 60 80 100 120 140 150
tease (°C)
P (W)
5
Fig. 2 :
Puissance moyenne admissible en
fonction de la température ambiante 4
pour différentes résistances thermi- \ N
ques de refroidisseur. \\
3 Rep = 10 °CIW | ™ Ren = 0°C/W
Ailettes : 2x80x80 mm Ry = 10 °C/W T~ NG \\\\ A |
2x100x100 mm Ry = 5 °C/W ‘\ N \ \/R —5°C/W
2 N th =
Reh ifamb \\ ~ \\
1
N
\\‘\
]
0 20 40 60 80 100 120 140 150

tamb (°C)

1 2 3 4 5 6 7 '
Vz Vzr (V) Izt Rzt Izk Rzx | aVz Izm
TYPES | nomi | min | max. | mA) | @ | mA [ (@ |(0%70)]  (mA) o
v) max max typ max
4GZ10A 10 9 11 250 24 2 250 55 350 ‘
4GZ12A 12 105 136 210 3.2 2 250 6,5 300
4GZ15 A 15 13 160 170 45 2 © 250 7 250
4GZ18 A 18 16 205 140 6 2 250 75 200 .
4GZ22 A 22 20 245 115 8b 2 250 8 160
4GZ27 A 27 24 30 a5 11 2 250 86 130
4GZ33A 33 29 36 75 17 2 300 85 110 ‘
4GZ 39 A 39 35 43 65 21 2 300 9 90
4 GZ 47 A 47 42 52 55 28 2 400 9 78
4 GZ56 A 56 50 62 45 38 2 500 9 64 ‘
4 GZ68 A 68 61 75 37 52 2 600 9 53
4GZ82A 82 74 91 30 72 2 700 9 44
4GZ108B 100 90 110 25 96 2 900 9 35 ‘
4GZ 128 120 105 135 20 135 2 1200 95 30
4GZ158B 150 130 165 17 190 2 1500 95 25
4GZ188B 180 160 205 14 260 2 1800 9b 20 .
P (W) .
Fig. 1 : 5
Puissance moyenne admissible en .
fonction de la température du
boitier. 4 N
N ®
3 | N
[ \\
| \
2 ] N ‘
1 N
1 | N ®
|
0 ! — ®
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Fig.3: o (104°¢) 1°
Coefficient de température -

AVzt . 8 /
aVz = m en fonction /

a1zt (valeurs typiques).

l
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Fig. 4 : Rzy () 10
400

Résistance dynamique Rz en fonc-
tion de Iz (valeurs maximales). 200 Suny 180 v
100 b=—x

]

DR

120v

40
20

1

il
A |
J
i

33V
) N 10V

Iz {imA) [
0,1 144
1 2 4 6 810 20 40 60 100 200 400 1000 2000

100
Fig.5: Avivi 7
Variation de la tension de Zener 40
pour une variation de |z comprise
entre 10 % et 50 % du Iz) (valeurs
typiques) - Mesure en continu et
tcase =25°C

}

06 " et
04

2
o VzT (V)

o" J Ll
1 2 4 6 810 20 40 60 100 200 400

C (pF) 10000F rer—

Fig. 6 : 68V

. : , 4000%‘ L
Capacité C en fonction de la tension
inverse VR (valeurs typiques). 2000 —

[l

1000
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18V

200
g

100 B—

60

40 180 V

150 V
1

20 Vva V) ]
10
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Fig. 7 : lem (A) .
Courant créte a |'état passant en
fonction de la chute de tension .
créte (valeurs typiques).
3 | o
2 |
1
4
Vem (V) .
07 08 09 1 1] 12
Prsm (W) ‘
1000
Fig. 8: ) 600
. . 400
Puissance de surcharge accidentelle .
applicable en inverse PRgpm en 200
fonction du temps d’application. 100 \
60 ‘
40 .
- i ®
10
6
‘ o
2
‘ o
001 002 004 006 O} 02 04 06 1 2 4 6 810
Zien) + % de Rep) t (ms)
Fig. 9 : 150 .
Impédance thermique transitoire
Z(+n) t en fonction du temps
d'application de la puissance. .
(Impulsion rectangulaire).
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DIODES ZEN ER (REGULATRICE DE TENSION)

AVRIL 1971

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs
INSEE : 283 76 117 0116
R.C. Paris 69 B 4332 2/0/09/01-71

0 00000000 OCOCDCOOOOOOEDNDOEONEOOO

TYPES BOITIER DO 4
IN2970B 3a IN3015B
68V a 200V
avec tolérance * 5 % g2 : 11202
o 4 maxi .ﬁ.é—
— ﬁ&
7 :
El-
g T3 1
DONNEES GENERALES : T i &
o~
- <
g 6 pans 11 sur plats
Nature du Semi-conducteur : Siticium b
Technologie : tout diffusé e !
Série : E 24 N l 482 pas 0794
Mode de refroidissement : par conduction {mode C) 10T _10-32 UNF 2

Boftier : DO4 normalisation CCTU : F9

Masse : 7 g
Marquage : n°du type

’ 5 Rondelle DE S

sens de conduction sur le corps de la diode

anode reliée électriquement au boitier
cathode reliée électriquement au boitier : '
marquage : n° du type suivi de l'indice R Ecrou 6 pans

Couple deserrage : 2m AN

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage

Températures maximales de
boftier en fonctionnement

Température maximale de jonc-

tion virtuelle en fonctionnement :

Résistance thermique jonction
boitier (valeur maximale)
Puissance maximale (a3

tease = 75 °C)

Puissance de surcharge créte
accidenteile (t = 10 ms)
Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent (a
tease = 75 °C)

Courant direct continu maxi-

mal en régime permanent
(& tease = 26 °C)

* Pour une température différente cf figure 1

—65a+176°C
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
—65a+175°C atcgge - 25°C

tvy) =1+ 175°C

Rih = 5 °C/W Tension de régulation Vzt min .

etVzr max alzt : cf tableau colonnes 1 et 2
P=10W* Résistance différentielle Rz

max alzT . cf tableau colonnes 3 et 2
P=100W ** Résistance différentielle Rz

max a lzg . cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de

Izm cf tableau colonne @ Vz nominal (valeur typique)
' entre tp = 125°Cett) =25°C

alzr cf tableau colonnes 6 et 2
lo=2A Courant inverse Ig & VR
spécifié . cf tableau colonnes 7 et 8

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques

** Pour des temps différents cf figure 10 fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
TYPES Vz. Vzr (V) Iz2v | Rzt | lzk | Rzx | @Vz | IR VR Izm
o | min ] ma | ™A | @ [ (mA)]| (@ |(04ec) @A) | (V) | (mA)
(v) max max typ max max.
1N 2970 B 6.8 6,4 72| 370 12 1 500 4 150 5,2 | 1400
IN 29718 75 7 791 33 1.3 1 250 45 | 100 5,7 | 1300
1N 2972 B 8,2 77 87 | 305 156 1 250 48 50 6,2 | 1100
1IN 2973 8B 9,1 85| 96| 275 2 1 250 5,1 25 6.9 | 1000
1N 2974 B 10 94| 106 250 3 1 250 5,5 10 76| 940
1N 2975 B 11 10,4 11,6 230 3 1 250 6 10 8.4 860
1N 2976 B 12 11,4 12,7 210 3 1 250 6,5 10 9,1 790
1N 2977 B 13 124 141 190 3 1 250 6,5 10 9,9 710
TN 2079 B 15 13,8 15,6 170 3 1 250 7 10 11 640
1N 2980 B 16 15,3 171 165 4 1 250 7 10 12 590
1N 2982 B 18 16,8 19,1 140 4 1 250 75 10 14 520
1N 2084 B 20 18,8 21,2 125 4 1 250 75 10 15 470
1N 2985 B 22 20,8 23,3 115 5 1 250 8 10 17 430
TN 2986 B 24 228 25,6 105 5 1 250 8 10 18 390
1N 2088 B 27 25,1 289 95 7 1 250 85 10 21 350
1N 2989 B 30 28 32 85 8 1 300 85 10 23 310
1N 2990 B 33 31 35 75 9 1 300 85 10 25 290
1N 2991 B 36 34 38 70 10 1 300 85 10 27 260
1N 2992 B 39 37 41 65 1 1 300 9 10 30 240
1N 2993 B 43 40 46 60 12 1 400 9 10 3 220
TN 2995 B 47 44 50 b5 14 1 400 9 10 36 200
TN 2997 B 51 48 b4 50 15 1 500 9 10 39 190
1N 29099 B 56 52 60 45 16 1 500 9 10 43 170
1N 3000 B 62 58 66 40 17 1 600 9 10 47 150
TN 3001 B 68 64 72 37 18 1 600 9 10 b2 140
1N 3002 B 75 70 79 33 22 1 600 9 10 b6 130
1N 30038 82 77 87 30 25 1 700 9 10 62 120
1N 3004 B o1 85 96 28 35 1 800 9 10 69 100
TN 3005 B 100 94 106 25 40 1 900 9 10 76 94
1N 3007 B 110 104 116 23 [515) 1 1100 9 10 84 86
TN 3008 B 120 114 127 20 75 1 1200 9,6 10 91 79
TN 3009 B 130 124 141 19 100 1 1300 9,5 10 99 71
TN 3011 B 150 138 156 17 175 1 1600 9,6 10 114 64
1N 3012 B 160 153 171 16 | 200 1 1600 9,5 10 122 59
1N 3014 B 180 168 191 14 | 260 1 1800 9,5 10 137 52
1N 3015 B 200 188 212 12 | 300 1 2000 10 10 1562 47
P (W)
Fig. 1: 10 N
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Fig. 5 :

Résistance dynamique Rz en fonc-
tion de |z (valeurs maximales).

Fig. 6 :

Variation de la tension de Zener
pour une variation de |z comprise
entre 10 % et 50 % du Iz (valeurs
typiques) - Mesure en continu et
tcase = 25 °C.

Fig. 7 :

Capacité C en foncuon de la tension

inverse Vg (valeurs typiques).
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Courant inverse Ig en fonction de 40
la tension de Zener VzT (valeurs 20
typiques). Mesures faites au Vg 10
spécifié et tamp = 25 °C. 6

o
n
]

004
002
0ol

R 4 6 10 20 40 60 100 200 Vzr (V)
lFM(A)

Fig. 9 :

Courant créte & |'état passant en
fonction de la chute de tension
créte (valeurs typiques)

tease = 25 °C.
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Impédance thermique transitoire
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INSEE : 28375117 0115
R.C. Paris 69 B 4332

i

DIODES ZEN ER (REGULATRICE DE TENSION)

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

AVRIL 1971

2/0/10/01-71

10W

0 0 00 0O0O0OOCGCOOOOOOOEOEOEONDOONOO

GZ6A a GZ188B
etPZ6A a PZ 18B
68V a 180V

avec tolérance + 10 %

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé

Série: E 12

Mode de refroidissement : par conduction {mode C)

Boitiers - D04 (série GZ) normalisation CCTU : F 9 (D04)
" 595 3 (série PZ)

Masse : 7 g

Marquage : n° du type

Sens de conduction sur le corps de la diode et

cathode reliée électriquement au boftier,

Anode reliée éiectriquement au boitier :

marqguage : n° du type suivi de 'indice R

Couple deserrage : 0,2 m AN

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage —65a+150°C
Températures maximales de
boitier en fonctionnement — 62 +150°C

Température maximale de
jonction virtuelle en fonc-
tionnement

Résistance thermique jonction

tvy) =+ 150 °C

boitier (valeur maximale) Rin=75°C/W
Puissance maximale a tcase = P=10W

75°C *

Puissance de surcharge créte

accidentelle (t =10 ms) ** P=100W

Courant inverse continu
maximal en régime permanent
dtcgse = 75 °C

Courant direct continu maximal
en régime permanent

3 tease = 25 °C lo=2A

* Pour une température différente cf figure 1
** Pour des temps différents cf figure 8

Izm cf tableau colonne 8

e
N
&3

10205 4,2 ,_max?l
1

6 pans 11 surplats

482 pas 0794

)
T

10-32 UNF 2A

Rondelle DE $

%_w

O 11908

surd & 25 mini
05| 10,5 maxi
15 maxi

9 5p 80 iso

6 pans 12 s/pl.

Pliage assurd_ a
8t
'artie non filetée

|

Ecrou Hu5

Parti

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

é t case = 25°c

Tension de régulation VzT min

etVzt max alzT
Résistance différentielle Rz
max a lz1

Résistance différentielle Rz
max a lzg

cf tableau colonnes 1 et 2
cf tableau colonnes 3 et 2

: cf tableau colonnes b et 4

Coefficient de température de Vz

nominal {valeur typigue) entre
12=125°Cett1=25°Ca
IzT

cf tableau colonnes 6 et 2

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d'un contrdle de qualité avec NP et. NQA spécifiés.
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) @
2 3 4 5 6 7 .
Vz Vzr (V) Izt Rzt Iz Rzk aVz Izm .
TYPES nominal | min. max. (mA) () (mA) «) (104°C) |  (mA)
(V) max max typ max .
GZouPZ 6A 6.8 6.1 75 370 1,2 3 500 3 1300
GZouPZ 8A 8 74 9,1 305 18 3 250 4 1100
GZouPZ10A 10 9 11 250 24 2 250 5 925 .
GZouPZ12A 12 105 135 210 32 2 250 5,7 770
GZouPZ15A 15 13 16,5 170 45 2 250 6,3 625
GZouPZ 18 A 18 16 205 140 6 2 250 6,8 500 ‘
GZouPZ22A 22 20 245 115 85 2 250 7.3 415
GZouPZ27 A 27 24 30 95 11 2 250 7.7 335
GZouPZ33A| 33 29 36 75 17 2 300 8 275 .
GZouPZ 39 A 39 35 43 65 21 2 300 8,5 230
GZouPzZ47 A 47 42 b2 Bb 28 2 400 8,5 195
GZouPZ 56 A 56 50 62 45 38 2 500 8,8 160 .
GZouPZ 68 A 68 61 75 37 52 2 600 9 135
GZouPZ82A 82 74 a1 30 72 2 700 9,2 110
GZouPZ 10B | 100 90 110 25 96 2 900 9,3 90 .
GZouPZ128B 120 105 135 20 135 2 1200 94 77
GZouPZ16B 150 130 165 17 190 2 1500 9,6 62
GZouPZ188B 180 160 205 14 260 2 1850 9,6 50 .
P (W)
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10W

Fig. 3:
Coefficient de température
aVz ._.AYZ_ZL_ en fonction du

Vzr , .
Vz7 (valeurs typiques & |z7)

Fig. 4 :
Résistance dynamique Rz en

fonction de |z (valeurs maximales)

Fig. 5 :
Variation de la tension de zener

pour une variation de |z comprise
entre 10 % et 50 % du 1z (valeurs

typiques) mesure en continu et
tease = 25 °C

Fig. 6 :

Capacité C en fonction de la
tension inverse Vg
(valeurs typiques)
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DIODES ZENER (REGULATRICE DE TENSION)

INSEE : 283 75 117 0115
R.C. Paris 69 B 4332

122, rue Nollet - 75 - PARIS 17¢
Tél. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 580
S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

DECEMBRE 1971

2/0/13A/01-71

s oh ok me OGN BN BN O BN B BN B NN B B O O S S - B - -

TYPES

RZ6 A a
68V a

avec tolérance + 10 %

DONNEES GENERALES :

Nature du semi-conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé
Série: E 12

Mode de refroidissement : par conduction {(mode C)

RZ188B
180V

Bottier : DO 5 normalisation CCTU : F 10

Masse : 25 g
Marquage : n°® du type

sens de conduction sur le corps de la diode
Cathode reliée électriguement au bofitier
Anode reliée électriquement au boitier : marquage : n° du

type suivi de I'indice R
Couple de serrage : 36 m A N

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage

Températures maximales de
boftier en fonctionnement

Température maximale de

jonction virtuelle en fonctionne-

ment

Résistance thermique jonction
boftier (valeur maximale)
Puissance maximale

Puissance de surcharge créte
accidentelle t= 10 ms
Courant inverse continu maxi-
mal en régime permanent
dtcase =75 °C

Courant direct continu maximal

en régime permanent

—-66a+150°C

—66a+150°C

t(VJ) =+ 150 °C

Rth=2°C/W
P=20Watcase=75°C*

P=300W **

Izm cf tableau colonne 8

lo=5 A &tcase =25 °C

* Pour une température différente cf figure 1

** Pour des temps différents cf figure 8

4
\ 6 pans 17 surplats
(14" 28 UNF 2A cu@M6)

rondelle DE 7
(LT )'%2sunrF2e

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
é t case = 25° c

Tension de régulation VzT min
etVzr maxalzt

Résistance différentielle Rz

cf tableau colonnes 1 et 2

max a {z1 cf tableau colonnes 3 et 2
Résistance différentielle Rz ¢
max & lzg cf tableau colonnes 5 et 4

Coefficient de température de
Vz nominal entre t2 = 125 °C
ett1=25°CalzT (valeur

typique) cf tableau colonnes 6 et 2

La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
fait I'objet d’un contrdle de qualité avec NP et NQA spéifiés.




2/0/13A/01-71

. |
2 3 4 5 6 7 '
Vz Va1 (V) Izt Rzt Iz Rzk aVz Izm '
TYPES nominal min max {mA) Q) (mA) Q) (104/°C) (mA)
v) max max typ max
RZ 6A 6.8 6,1 75 730 1 3 250 3 2700 '
RZ 8A 8,2 74 9.1 610 12 3 150 4 2200
RZ 10 A 10 9 11 500 1.8 2 150 5 1800 '
RZ12 A 12 105 135 420 24 2 150 5,7 1540
RZ 15 A 15 13 16,5 330 .39 2 150 6,3 1250
RZ 18 A 18 16 205 280 5,7 2 150 6,8 1000 l
RZ 22 A 22 20 245 230 6.9 2 150 7.3 830
RZ 27 A 27 24 30 180 9 2 200 7 665
RZ33 A 33 29 36 150 1 2 200 8 1516 '
RZ 39 A 39 35 43 120 13 2 200 8,3 465
RZ 47 A 47 42 52 100 16 2 200 8,6 390
RZ 56 A 56 50 62 90 18 2 500 8.8 320 '
RZ 68 A 638 61 75 73 24 2 500 9 265
RZ82A 82 74 91 60 33 2 500 9,2 220
RZ 108 100 Q0 110 50 56 2 700 9,3 180 I
RZ 12B 120 105 135 42 76 2 700 9.4 154
RZ 15B 150 130 165 33 150 2 1000 9,6 125
RZ 188 180 160 205 28 280 2 1000 9,6 100 l
P (W) I
Fig. 1: 30
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122, rue Nollet - 75 - PARIS 17° AVRIL 1971
SHEL SEMMMCONDUCTEURS 161. : 627.87.29 - Télex : PARIS 28 380

S.A. au Capital de 24 872 100 Francs

INSEE : 283 76 117 0115

R.C. Paris 69 B 4332 2/0/12/01-711

DIODES ZENER ecuLataice oe Tension H0 W

© 0 00600000 0O0COCDOGOGOOOOEOPDPOOOO

TIN3305B a 1N 3350B

68V a 200V
avec tolérance 5 %

DONNEES GENERALES :

Nature du Semi-Conducteur : Silicium

Technologie : tout diffusé

Série: E 24

Mode de refroidissement : par conduction (mode C)
Boitier : DO 5 normalisation CCTU : F 10

Masse : 25 g

Marquage : n°® du type

sens de conduction sur le corps de la diode

anode reliée électriquement au boftier

Cathode reliée électriquement au boftier :
marquage : n° du type suivi de l'indice R

Couple deserrage : 35 mAN

\ 6pans 17 surplats
(4”28 UNF 2A ou@M6)

Rz rondelle DE 7
L T J)sunF2s

VALEURS LIMITES :

Températures de stockage : —65a+175°C
Températures maximales de CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :
boftier en fonctionnement : —65a+175°C at = 25°C

case

Température maximale de jonc-
tion virtuelle en fonctionnement : t(vy) = +175°C

Résistance thermique jonction

o - o Tension de régulation VzT min
bortier (valeur maximale) Rin = 2°C/W etVzr maxééglz-r T : cf tableau colonnes 1 et 2
Puissance maximale (& Résistance différentielle Rz
tcase = 75 °C) : P=50W™* max a Iz . cf tableau colonnes 3 et 2
Puissance de surcharge créte Résistance différentielle Rz :
accidentelle (t = 10 ms) : P=400W** max & Iz : cf tableau colonnes 5 et 4
Courant inverse continu maxi- Coefficient de température de
mal en régime permanent (a Vz nominal {(valeur typigue)
tease = 75 °C) 1 1zm cf tableau colonne 9 entret, = 126°Cetty =25°C
Courant direct continu maxi- alzr : cf tableau colonnes 6 et 2
mal en régime permanent Courant inverse Ig 3 VR
(& tcase = 26 °C) i lo=10A spécifié’ . cf tableau colonnes 7 et 8
* Pour une température différente cf figure 1 La conformité des valeurs limites des caractéristiques électriques
** Pour des temps différents cf figure 10 fait |'objet d'un contrdle de qualité avec NP et NQA spécifiés.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Vz Vzr (V) Izt Rzt | Ik | Rzk |aVz | Igr VR Izm
TYPES nomi- I+ .
nal min. | max. | (mA) Q) (mA) | () [(10/°C) (uA) | (V) (mA)
(V) max max | typ | max max
1N 3305 B 6.8 6,4 7.2 | 1850 0.2 1 500 4 150 5,2 | 6900
1N 3306 B 75 7 79| 1700 0,3 1 250 45 100 5,7 | 6300
1N 3307 B 8,2 7.7 8,7 | 1600 04 1 250 48 50 6,2 | 5700
1N 3308 B 9.1 8,5 9,6 | 1370 0.5 1 250 5,1 25 6.9 | 5200
TN 3309 B 10 9,4 10,6 | 1200 0,6 1 250 55 25 7.6 | 4700
1N 33108 1" 10,4 11,6 | 1100 0,8 1 250 6 10 8,41 4300
TN 3311 B 12 14 12,7 | 1000 1 1 250 6,5 10 9,1 | 3900
1N 3312 8B 13 12,4 141 960 11 1 250 65 10 9,9 | 3500
1N 3314 B 15 13.8 15,6 830 1.4 1 250 7 10 11 3200 -
1N 3315 B 16 15,3 171 780 1.6 1 250 7 10 12 2900
1N 3317 B 18 16,8 19,1 700 2 1 250 75 10 14 2600
1N 33198B 20 18,8 21,2 630 2,4 1 250 75 10 15 2400
1N 3320 8B 22 208 23,3 570 25 1 250 8 10 17 2100
1N 3321 B 24 228 25,6 520 2,6 1 250 8 10 18 2000
1N 3323 B 27 25,1 28,9 460 28 1 250 85 10 21 1700
1N 3324 B 30 28 32 420 3 1 300 85 10 23 1600
1N 3325 B 33 31 35 380 3.2 1 300 85 10 25 1400
1N 3326 B 36 34 38 350 35 1 300 85 10 27 1300
1N 3327 B 39 37 41 320 4 1 300 9 10 30 1200
1N 3328 B 43 40 46 290 45 1 400 9 10 33 1100
1N 3330 B 47 44 50 270 5 1 400 9 10 36 1000
1N 3332 B 51 48 54 245 5,2 1 500 9 10 39 930
1N 3334 B 56 52 60 220 6 1 500 9 10 43 830
TN 3335 B 62 b8 66 200 7 1 600 9 10 47 750
1N 3336 B 68 64 72 180 8 1 600 9 10 52 690
1N 3337 B 75 70 79 170 9 1 600 9 10 b6 630
1N 3338 B 82 77 87 150 11 1 700 9 10 62 570
1N 3339 B 91 85 96 140 15 1 800 9 10 69 b20
1N 3340 B 100 94 106 120 20 1 900 9 10 76 470
TN 3342 B 110 104 116 110 30 1 1100 95 10 84 430
1N 3343 B 120 114 127 100 40 1 1200 95 10 91 390
1N 3344 B 130 124 141 a5 50 1 1300 9,5 10 99 350
1N 3346 B 150 138 156 85 75 1 1500 9,5 10 114 320
1N 3347 B 160 163 171 80 80 1 1600 95 10 122 290
1N 3349 B 180 168 191 68 90 1 1800 9,6 10| 137 260
1N 3350 B 200 188 212 65 | 100 1 2000| 10 10 152 240
P (W) 50
N\
Fig. 1 : 0 : \\
Puissance moyenne admissible en l N
fonction de la température du L N
boitier. | \\
. 30 }
| N
20 I \\
[ \\
0 | N
| N\
I
0 | \\
0 50 100 150 175 200
tease (°C)




H0 W

2/0/12/01-71

P (W)
Fig. 2 : > h N\ ‘ ’ ‘ | ‘ l
Puissance moyenne admissible en #» \\ convecteur
fonction de la température ambiante 40 \\ %8 N ‘ CAq Rip=3°C/W
pour différentes résistances thermi- \\Qg AN CAg Ry, =06°C/W .
ques de refroidisseur. W N ‘
20 8 N 4
% N\
SeNON o
C )
W N S,
20 NN N
NN N
—— 1 //amp,
" —— NN
——) N\
\\‘
0
0 50 100 150 175 200
tamb (°C)
oy (104/°¢)
10 [
Fig. 3 //L’
Coefficient de température 8 y’
AVzt ) /
aVz = ——— enfonction
VzT At /
du VvzT (valeurs typiques). 3 |27 o
4
2
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Vzt (V)
Rzt (€2
100 | 2mA
0 zT=2m
) 40
Fig. 4 :
Résistance dynamique Rz en fonc: 20 ™ —
tion du Vz pour différents courants 10 Izt =50 mA
Iz (valeurs typiques). 2 Ig
é 7
4
2 N .
1 - — Izt =200 mA
06 7
04 7
02 n
-
ot
1 2 4 6 810 20 40 60 100 200
VzT (V)



2/0/12/01-71

‘Fig. 5 :

Résistance dynamique Rz en fonc-
tion de Iz (valeurs maximales).

Fig. 6 :

Variation de la tension de Zener
pour une variation de |z comprise
entre 10 % et 50 % du Iz (valeurs
typiques} Mesure en continu et
tease = 25°C.

Fig. 7 :

Capacité C en fonction de la ‘
tension inverse VR (valeur typiques).
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Z(th) 1 (% de Ryn)
Fig. 11 :
Impédance thermique transitoire
Z(th) ¢ en fonction du temps
d‘application de la puissance.
{(impulsion rectangulaire).
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